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요약

다른 메모리셀 어레이에 존재하는 메모리셀에 대하여 동시에 액세스 가능한 1칩 구성의 반도체 기억장치를 얻는다. 

공통으로 제1 포트용 워드선(WL1)이 설치되는 1포트 메모리셀 어레이(11)와 2포트 메모리셀 어레이(12)를 1칩 상에

혼재시켜 반도체 기억장치를 구성한다. 행 디코더(16)에 의해 복수의 제1 포트용 워드선(WL1) 중 어느 하나를 선택

적으로 활성상태로 함으로써, 1포트 메모리셀 어레이(11) 및 2포트 메모리셀 어레이(12)의 각각의 메모리셀에 대한 

동시 액세스가 가능하다. 행 디코더(18)에 의해 복수의 제2 포트용 워드선(WL2) 중 어느 하나를 선택적으로 활성상

태로 함으로써 2포트 메모리셀 어레이(12)에 대한 단독 액세스가 가능하다.

대표도

도 1

색인어

반도체, 기억장치, 셀, 어레이, 메모리, 배치, MOS, 데이터

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예 1인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

도 2는 실시예 1의 메모리셀 어레이구조를 나타내는 회로도이다.
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도 3은 1포트 메모리셀에서의 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

도 4는 1포트 메모리셀에서의 제2 알루미늄 배선층 상의 레이아웃구성을 나타내는 설명도이다.

도 5는 2포트 메모리셀에서의 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

도 6은 2포트 메모리셀에서의 제2 알루미늄 배선층 상의 레이아웃구성을 나타내는 설명도이다.

도 7은 1포트 및 2포트 메모리셀에서의 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

도 8은 본 발명의 실시예 2인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

도 9는 본 발명의 실시예 3인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

도 10은 도 9의 행 디코더의 내부구성을 나타내는 설명도이다.

도 11은 본 발명의 실시예 4인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

도 12는 실시예 4의 메모리셀 어레이구조를 나타내는 회로도이다.

도 13은 CAM 메모리셀의 상세를 나타내는 회로도이다.

도 14는 CAM 메모리셀의 전체 층에서의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

도 15는 도 14의 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

도 16은 도 14의 제2 알루미늄 배선층 상의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

도 17은 본 발명의 실시예 5인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

도 18은 실시예 5의 메모리셀 구조를 나타내는 회로도이다.

도 19는 본 발명의 실시예 6인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

도 20은 실시예 6의 2포트 메모리셀의 구성을 나타내는 회로도이다.

도 21은 실시예 6의 2포트 메모리셀 전체 층에서의 레이아웃구성을 평면 상 에서 본 설명도이다.

도 22는 도 21의 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

도 23은 도 21의 제1 알루미늄 배선층 상의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

도 24는 본 발명의 실시예 7인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

도 25는 타이밍 조정용 메모리셀영역에 형성되는 더미셀의 구성을 나타내는 회로도이다.

도 26은 실시예 7의 메모리셀 어레이 구조를 나타내는 회로도이다.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*

11, 11L, 61 : 1포트 메모리셀 어레이

12, 12R, 14, 15, 36, 71 : 2포트 메모리셀 어레이

13 : CAM셀 어레이 15a, 15b : 타이밍 조정용 메모리셀 어레이

16∼19, 20A, 20B, 62, 72, 75 : 행 디코더
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21∼24, 25A, 25B, 37 : 컬럼셀렉터

26 : 드라이버 회로 27 : 일치검출회로

30A, 30B, 31∼34 : 제어회로

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 기억장치에 관한 것으로, 특히 MOS 스태틱 RAM의 복수의 메모리셀 구조의 조합에 관한 것이다.

종래, 포트구조 등이 다른 복수종의 메모리셀로 이루어지는 반도체 기억장치로서 예를 들면 특허문헌 1에 개시된 반

도체 기억장치가 있다. 이 반도체 기억장치는, 3포트 동시 액세스 가능한 3포트 셀부와, 1개의 액세스 포트를 갖는 1

포트 셀부를 설치하고, 이들을 적어도 1쌍의 비트선에 공통으로 접속함으로써 실현하고 있다.

[특허문헌 1]

일본특허공개평 6-349275호 공보

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

한편, 컴퓨터 분야 등에서, 비트길이 단위로 액세스되는 데이터를 수비트 단위로 분할하여, 분할한 수비트 단위로 개

개의 데이터에 액세스하고자 하는 요구가 있다. 또한, 어떤 일부의 비트는 복수의 포트로부터 액세스 가능하게 구성

하고자 하는 요구도 있다.

그렇지만, 전술한 특허문헌 1의 반도체 기억장치에서는, 3포트 셀부와 1포트 셀부가 비트선을 공유하기 위해, 쌍방의

포트 셀부에 동시에 액세스하는 것이 불가능하여, 상기 요구에 따를 수 없다는 문제점이 있었다.

본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 주어진 것으로, 다른 메모리셀 어레이에 존재하는 메모리셀에 대하여 동시에

액세스 가능한 1칩 구성의 반도체 기억장치를 얻는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

본 발명에 관한 제1 국면에 기재의 반도체 기억장치는, 제1 및 제2 메모리셀 어레이를 갖고, 상기 제1 메모리셀 어레

이는, 복수행에 걸쳐 적어도 일렬배치된 복수의 제1 메모리셀과, 상기 복수의 제1 메모리셀과 행 단위로 접속되는 복

수의 제1 워드선을 포함하고, 상기 제2 메모리셀은, 매트릭스형으로 배치된 복수의 제2 메모리셀과, 상기 복수의 제2

메모리셀과 행 단위로 접속되는 복수의 제2 워드선과, 상기 복수의 제2 메모리셀과 행 단위로 접속되며, 또한 상기 복

수의 제1 메모리셀 중 어느 하나와도 접속되지 않는 복수의 제3 워드선과, 상기 복수의 제2 메모리셀과 열 단위로 대

응하여 설치되고, 상기 복수의 제2 워드선 중 선택상태의 제2 워드선에 접속되는 제2 메모리셀과 액세스 가능해지는 

복수의 제1 비트선과, 상기 복수의 제2 메모리셀과 열 단위로 대응하여 설치되며, 상기 복수의 제3 워드선 중 선택상

태의 제3 워드선에 접속되는 제2 메모리셀과 액세스 가능해지는 제2 비트선을 포함하고, 상기 반도체 기억장치는, 제

1 어드레스 신호에 근거하여, 상기 복수의 제1 워드선 중 어느 하나 및 상기 복수의 제2 워드선 중 어느 하나를 동시

에 선택상태로 하는 제1 행 디코더를 더 구비하여 구성된다.

[발명의 실시예]

<실시예 1>

(전체구성)
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도 1은 본 발명의 실시예 1인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 1포트 메모리셀 어레이(11)(제1 메모리셀 어레이)와 2포트 메모리셀 어레이(12)(제

2 메모리셀 어레이)를 1칩 상에 혼재시켜 메모리 매크로를 구성하고 있다. 즉, 1포트 메모리셀 어레이(11)에는 제1 

포트용 워드선 WL1(제1 워드선(공통워드선))이 설치되고, 2포트 메모리셀 어레이(12)에는 제1 포트용 워드선 WL1(

제2 워드선(공통워드선)) 및 제2 포트용 워드선 WL2(제3 워드선)가 설치된다.

제어회로 31은 어드레스 입력 버스신호 AD1을 받아, 판독제어 입력신호 RE1 및 기록제어 입력신호 WE1의 타이밍 

제어하에, 행 어드레스를 행 디코더 16(제1 행 디코더)에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 21 및 22에 공급한다.

제어회로 32는 어드레스 입력 버스신호 AD2를 받아, 판독제어 입력신호 RE2 및 기록제어 입력신호 WE2의 타이밍 

제어하에, 행 어드레스를 행 디코더 17(제2 행 디코더)에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 23에 공급한다.

행 디코더 16은 행 어드레스에 근거하여 복수의 제1 포트용 워드선(WL1) 중 어느 하나를 선택적으로 활성상태(선택

상태)로, 행 디코더(17)는 행 어드레스에 근거하여 복수의 제2 포트용 워드선(WL2) 중 어느 하나를 선택적으로 활성

상태로 한 다.

컬럼셀렉터 21은 제어회로 31로부터의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바(bar) BL1로

부터 4비트해당만큼 선택하여, 선택한 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1을 통해 1포트 메모리셀 어레이(11)에 대하

여 데이터 입출력 버스신호 DIO11<7:4>의 입출력을 행한다.

컬럼셀렉터 22는 제어회로 31로부터의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제1 포트용 비트선쌍 BL21·바 BL21(제1 

비트선)로부터 4비트 해당만큼 선택하고, 선택한 제1 포트용 비트선쌍 BL21·바 BL21을 통해 2포트 메모리셀 어레

이(12)에 대하여 데이터 입출력 버스신호 DIO12<3:0>의 입출력을 행한다.

컬럼셀렉터 23은 제어회로 32로부터의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제2 포트용 비트선쌍 BL22·바 BL22(제2 

비트선)로부터 4비트 해당만큼 선택하고, 선택한 제2 포트용 비트선쌍 BL22·바 BL22를 통해 2포트 메모리셀 어레

이(12)에 대하여 데이터 입출력 버스신호 DIO2<3:0>의 입출력을 행한다.

이때, 이들 컬럼셀렉터(22∼24)는 센스앰프(SA)기능 및 기록구동(WD)기능을 가지고 있다.

(메모리셀 구성)

도 2는 1포트 메모리셀 어레이(11) 및 2포트 메모리셀 어레이(12)의 메모리셀 구조를 나타내는 회로도이다. 이때, 동

일 도면에서는 설명의 편의상, 2×2의 메모리셀을 나타내고 있는 것에 지나지 않고, 실제의 메모리셀 어레이의 크기(

매트릭 스형의 메모리셀 배치)를 의미하는 것은 아니다.

1포트 메모리셀 어레이(11)는 메모리셀 ms00, 메모리셀 ms01, 메모리셀 ms10 및 메모리셀 ms11로 구성되어 있다.

메모리셀 ms00∼ms11은 각각, 교차접속된 인버터(41, 42)와, 인버터 41의 입력(인버터 42의 출력)에 한쪽 전극이 

접속된 NMOS 트랜지스터 Q11과, 인버터 42의 입력(인버터 41의 출력)에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트랜지스터 Q

12로 구성된다.

제1 포트용 워드선 WL1<0> 및 선 WL1<1>은 각각 드라이버 51 및 52(통상, 행 디코더(16)(도시하지 않음)에 내장)
에 의해 구동된다.

동일행의 메모리셀 ms00 및 ms01에서, NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이트전극은 공통으로 제1 포트용 워드

선 WL1<0>에 전기적으로 접속되고, 동일행의 메모리셀 ms10 및 ms11에서, NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이
트전극은 공통으로 제1 포트용 워드선 WL1<1>에 전기적으로 접속된다.

동일열의 메모리셀 ms00 및 ms10은 모두 제1 포트용 비트선쌍 BL1<0>·바 BL1<0> 사이에 설치되고, 이들 메모리
셀 ms00 및 ms10에서, NMOS 트랜지스터 Q11의 다른쪽 전극이 제1 포트용 비트선 BL1<0>에 전기적으로 접속되
며, NMOS 트랜지스터 Q12의 다른쪽 전극이 제1 포트용 반전비트선 바 BL1<0>에 전기적으로 접속된다.

동일열의 메모리셀 ms01 및 ms11은 모두 제1 포트용 비트선쌍 BL1<1>·바 BL1<1> 사이에 설치되고, 메모리셀 m
s01 및 ms11에서, NMOS 트랜지스터 Q11의 다른쪽 전극이 제1 포트용 비트선 BL1<1>에 전기적으로 접속되며, N
MOS 트랜지스터 Q12의 다른쪽 전극이 제1 포트용 반전비트선 바 BL1<1>에 전기적으로 접속된다.
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한편, 2포트 메모리셀 어레이(12)는 메모리셀 md00, 메모리셀 md01, 메모리셀 md10 및 메모리셀 md11로 구성되어

있다.

메모리셀 md00∼md11은 각각, 교차접속된 인버터 41 및 42와, 인버터 41의 입력에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트

랜지스터 Q11 및 Q21과, 인버터 42의 입력에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트랜지스터 Q12 및 Q22로 구성된다.

제2 포트용 워드선 WL2<0> 및 WL2<1>은 각각 드라이버 53 및 54(통상, 행 디코더(17)(도시하지 않음)에 내장)에 
의해 구동된다.

동일행의 메모리셀 md00 및 md01에서, NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이트전극은 공통으로 제1 포트용 워드

선 WL1<0>에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q22의 게이트전극은 공통으로 제2 포트용 워드선 W
L2<0>에 전기적으로 접속된다.

동일행의 메모리셀 md10 및 md11에서, NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이트전극은 공통으로 제1 포트용 워드

선 WL1<1>에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q22의 게이트전극은 공통으로 제2 포트용 워드선 W
L2<1>에 전기적으로 접속된다.

동일열의 메모리셀 md00 및 md10은 모두 제1 포트용 비트선쌍 BL21<0>·바 BL21<0> 사이에 설치되고, 이들 메
모리셀 md00 및 md10에서, NMOS 트랜지스터 Q11의 다른쪽 전극이 제1 포트용 비트선 BL21<0>에 전기적으로 접
속되며, NMOS 트랜지스터 Q12의 다른쪽 전극이 제1 포트용 반전비트선 바 BL21<0>에 전기적으로 접속된다.

더욱이, 메모리셀 md00 및 md10은 모두 제2 포트용 비트선쌍 BL22<5>·바 BL22<0> 사이에 설치되고, 이들 메모
리셀 md00 및 md10에서, NMOS 트랜지스터 Q21의 다른쪽 전극이 제2 포트용 비트선 BL22<0>에 전기적으로 접속
되며, NMOS 트랜지스터 Q22의 다른쪽 전극이 제2 포트용 반전비트선 바 BL22<0>에 전기적으로 접속된다.

동일열의 메모리셀 md01 및 md11은 모두 제1 포트용 비트선쌍 BL21<1>·바 BL21<1> 사이에 설치되고, 이들 메
모리셀 md01 및 md11에서, NMOS 트랜지스터 Q11의 다른쪽 전극이 제1 포트용 비트선 BL21<1>에 전기적으로 접
속되며, NMOS 트랜지스터 Q12의 다른쪽 전극이 제1 포트용 반전비트선 바 BL21<1>에 전기적으로 접속된다.

또한, 메모리셀 md01 및 md11은 모두 제2 포트용 비트선쌍 BL22<1>·바 BL22<1> 사이에 설치되고, 이들 메모리
셀 md01 및 md11에서, NMOS 트랜지스터 Q21의 다른쪽 전극이 제2 포트용 비트선 BL22<1>에 전기적으로 접속되
며, NMOS 트랜지스터 Q22의 다른쪽 전극이 제2 포트용 반전비트선 바 BL22<1>에 전기적으로 접속된다.

이때, 도 1 및 도 2 및 도 3 이후의 도면에서, 기호 <>는 버스신호(선)인 것을 의미하고, <> 안의 숫자가 버스신호명에
해당한다. 또한, <n-1:0>은, 버스신호 0∼버스신호(n-1)의 n비트폭의 신호를 의미한다.

(동작)

이하, 도 1 및 도 2를 참조하여, 제1 포트에 의한 판독 및 기록동작 및 제2 포트에 의한 판독 및 기록동작을 설명한다.

여기서, 설명의 편의상, 1포트 메모리셀 어레이(11) 및 2포트 메모리셀 어레이(12)의 메모리셀 어레이구성을 n(행)×

m(열)으로 한다.

우선, 제1 포트의 판독동작을 실행하는 경우, 판독제어 입력신호 RE1을 인에이블로 한다. 판독제어 입력신호 RE1이 

인에이블 상태가 되면, 어드레스 입력 버스신호 AD1에 대응한 행 어드레스를 제어회로 31을 통해 받는 행 디코더(16

)는, n비트의 제1 포트용 워드선 WL1<n-1:0> 중 하나의 제1 포트용 워드선 WL1<i>(i=0∼n-1 중 어느 하나)를 선택
적으로 활성상태로 한다.

그렇게 하면, 활성상태로 된 제1 포트용 워드선 WL1<i>에 접속되는 1포트 메모리셀 어레이(11)의 선택메모리셀 msi
0∼msim 및 2포트 메모리셀 어레이(12)의 선택메모리셀 mdi0∼mdim 각각의 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12가 온

상태가 되고, 각 선택메모리셀의 기억내용이 대응한 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1 및 BL21·바 BL21에 전파

된다.

그리고, 어드레스 입력 버스신호 AD1에 대응한 열 어드레스를 제어회로(31)를 통해 받는 컬럼셀렉터 21 및 22 각각

은, m개의 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1 및 BL21·바 BL21로부터 각각 4쌍의 비트선쌍을 선택하고, 내부의 

센스앰프에 의해 감지·증폭함으로써, 데이터 입출력 버스신호 DIO11<7:4> 및 데이터 입출력 버스신호 DIO12<3:0
>를 8비트의 판독데이터로서 출력한다.
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다음에, 제1 포트의 기록동작을 실행하는 경우, 기록제어 입력신호 WE1을 인 에이블로 한다. 기록제어 입력신호 WE

1이 인에이블 상태가 되면, 어드레스입력 버스신호 AD1에 대응한 행 어드레스를 제어회로(31)를 통해 받는 행 디코

더(16)는, n비트의 제1 포트용 워드선 WL1<n-1=0> 중 하나의 제1 포트용 워드선 WL1<i>(i= 0∼n-1 중 어느 하나)
를 선택적으로 활성상태로 한다.

그렇게 하면, 활성상태로 된 제1 포트용 워드선 WL1<i>에 접속되는 1포트 메모리셀 어레이(11)의 선택메모리셀 msi
0∼msim 및 2포트 메모리셀 어레이(12)의 선택메모리셀 mdi0∼mdim 각각의 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12가 온

상태가 되고, 각 선택메모리셀의 인버터 41 및 42가 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1 및 BL21·바 BL21에 전기

적으로 접속된다.

동시에, 외부에서의 기록데이터를, 데이터 입출력 버스신호 DIO11<7:4> 및 데이터 입출력 버스신호 DIO12<3:0>로
서 컬럼셀렉터 21 및 22에 제공한다.

그리고, 어드레스 입력 버스신호 AD1에 대응한 열 어드레스를 제어회로(31)를, 통해 받는 컬럼셀렉터 21 및 22 각각

은, m개의 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1 및 BL21·바 BL21로부터 각각 4쌍의 비트선쌍을 선택하고, 상기 기

록데이터를 선택한 비트선쌍에 제공함으로써, 선택한 비트선쌍을 'L' 또는 'H'로 드라이브한다. 그 결과, 선택메모리

셀에 대하여 상기 기록데이터에 근거하는 기록을 행할 수 있다.

그리고, 제2 포트의 판독동작을 실행하는 경우, 판독제어 입력신호 RE3을 인에이블로 한다. 판독제어 입력신호 RE2

가 인에이블 상태가 되면, 어드레스 입력 버스신호 AD2에 대응한 행 어드레스를 제어회로 32를 통해 받는 행 디코더 

17은, n비 트의 제2 포트용 워드선 WL2<n-1:0> 중 하나의 제2 포트용 워드선 WL2<i>(i=0∼n-1 중 어느 하나)를 선
택적으로 활성상태로 한다.

그렇게 하면, 활성상태로 된 제2 포트용 워드선 WL2<i>에 접속되는 2포트 메모리셀 어레이(12)의 선택메모리셀 mdi
0∼mdim 각각의 NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q22가 온상태가 되어, 각 선택메모리셀의 기억내용이 대응한 제2 포트

용 비트선쌍 BL22·바 BL22에 전파된다.

그리고, 어드레스 입력 버스신호 AD2에 대응한 열 어드레스를 제어회로 32를 통해 받는 컬럼셀렉터 23은, m개의 제

2 포트용 비트선쌍 BL22·바 BL22로부터 각각 4쌍의 비트선쌍을 선택하고, 내부의 센스앰프에 의해 감지·증폭함

으로써, 데이터 입출력 버스신호 DIO2<3:0>를 4비트의 판독데이터로서 출력한다.

다음에, 제2 포트의 기록동작을 실행하는 경우, 기록제어 입력신호 WE2를 인에이블로 한다. 기록제어 입력신호 WE

2가 인에이블 상태가 되면, 어드레스 입력 버스신호 AD2에 대응한 행 어드레스를 제어회로 32를 통해 받는 행 디코

더(17)는, n비트의 제2 포트용 워드선 WL2<n-1:0> 중 하나의 제2 포트용 워드선 WL2<i>을 선택적으로 활성상태로
한다.

그렇게 하면, 활성상태로 된 제2 포트용 워드선 WL2<i>에 접속되는 2포트 메모리셀 어레이(12)의 선택메모리셀 mdi
0∼mdim 각각의 NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q22가 온상태로 되어, 각 선택메모리셀의 인버터 41 및 42가 제2 포트

용 비트선쌍 BL22·바 BL22에 전기적으로 접속된다.

동시에, 외부에서의 기록데이터를, 데이터 입출력 버스신호 DIO2<3:0>로서 컬럼셀렉터 23에 제공한다.

그리고, 어드레스 입력 버스신호 AD2에 대응한 열 어드레스를 제어회로 32를 통해 받는 컬럼셀렉터 23은, m개의 제

2 포트용 비트선쌍 BL22·바 BL22로부터 4쌍의 비트선쌍을 선택하고, 상기 기록데이터를 선택한 비트선쌍에 제공

함으로써, 선택한 비트선쌍을 'L' 또는 'H'로 드라이브한다. 그 결과, 선택메모리셀에 대하여 상기 기록데이터에 근거

하는 기록을 행할 수 있다.

이상 설명한 바와 같이, 제1 포트로부터, 1포트 메모리셀 어레이(11) 및 2포트 메모리셀 어레이(12)에 4비트 단위로 

상위 및 하위로 분할하여 유지되어 있는 총계 8비트 데이터의 읽고 쓰기가 가능하다.

그리고,, 제2 포트로부터, 2포트 메모리셀 어레이(12)에 유지되어 있는 하위 4비트 데이터의 읽고 쓰기가 가능하다. 

이때, 상위 4비트 데이터는 전혀 액세스되지 않는다.

그 결과, 실시예 1의 반도체 기억장치는, 8비트 길이 단위로 액세스되는 데이터를 4비트 단위로 분할하고, 분할한 하

위 4비트 단위의 데이터에 액세스할 수 있고, 하위 4비트는 제1 및 제2 포트로부터 액세스 가능하게 함으로써, 데이

터의 분할액세스의 요구에 따른 읽고 쓰기를 행할 수 있다.
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이와 같이, 실시예 1에서는, 하나의 행 디코더(16)에 의해 서로 회로구성이 다른 메모리셀을 갖는 1포트 메모리셀 어

레이(11) 및 2포트 메모리셀 어레이(12)가 동시제어 가능하기 때문에, 다른 구조의 싱글보드 메모리셀 및 2포트 메모

리셀에 대하여 동시에 액세스 가능한 1칩 구성의 반도체 기억장치를 얻을 수 있다.

또한, 1포트 메모리셀 어레이(11)를 2포트 메모리셀로 대체하여 구성해도 실시예 1과 등가인 동작은 가능하지만, 이 

경우와 비교하면, 상위 4비트를 1포트 메모리셀로 구성하는 만큼 면적의 축소를 도모할 수 있고, 제2 포트에서는 액

세스 불필요한 상위 4비트만큼의 제어회로 및 컬럼셀렉터 등의 삭감이 도모되는 만큼, 레이아웃면적의 축소를 도모할

수 있다. 이와 같이, 회로규모가 작아지기 때문에, 동작시 및 스탠바이시의 소비전력의 감소화를 도모할 수 있다.

(레이아웃구성)

도 3 및 도 4는 1포트 메모리셀 어레이(11)의 싱글보드 메모리셀 MS의 레이아웃구성을 나타내는 설명도이다. 도 3은

주로 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다. 도 4는 제2알루미늄 배선층 상의 레이아

웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

이때, 도 2에서 나타낸 인버터 41은 PMOS 트랜지스터 P1 및 NMOS 트랜지스터 N1에 의해 구성되는 CMOS 인버터

이고, 인버터 42는 PMOS 트랜지스터 P2 및 NMOS 트랜지스터 N2로 구성되는 CMOS 인버터라고 한다.

도 3에 나타내는 바와 같이, PMOS 트랜지스터 P1, P2는 N웰영역 NW 내에 형성되고, NMOS 트랜지스터 N1과 NM

OS 트랜지스터 Q11은 P웰영역 PW1 내에 형성되며, NMOS 트랜지스터 N2와 NMOS 트랜지스터 Q12는 P웰영역 P

W0 내에 형성된다. P웰영역 PW0과 P웰영역 PW1은 N웰영역 NW를 사이에 두고 각각 반대측에 형성된다.

N웰영역 NW 내에서, P+ 확산영역 FLP1 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL1에 의해 PMOS 트랜지스터 P1을 구성

하고, P+ 확산영역 FLP2 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL2에 의해 PMOS 트랜지스터 P2를 구성한다.

P웰영역 PW1 내에서, N+ 확산영역 FLN1 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL1에 의해 NMOS 트랜지스터 N1을 구

성하고, N+ 확산영역 FLQ11을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL11에 의해 NMOS 트랜지스터 Q11을 구성한다. 이때, 

폴리실리콘 배선 PL1은 N웰영역 NW에서 P웰영역 PW1에 걸쳐 형성됨으로써, NMOS 트랜지스터 N1 및 PMOS 트

랜지스터 P1의 게이트로서 공유된다.

P웰영역 PW0 내에서, N+ 확산영역 FLN2 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL2에 의해 NMOS 트랜지스터 N2를 구

성하고, N+ 확산영역 FLQ12를 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL12에 의해 NMOS 트랜지스터 Q12를 구성한다. 또, 폴

리실리콘 배선 PL2는 N웰영역 NW에서 P웰영역 PW0에 걸쳐 형성됨으로써, NMOS 트랜지스터 N2 및 PMOS 트랜

지스터 P2의 게이트로서 공유된다.

또한, 폴리실리콘 배선 PL1 및 폴리실리콘 배선 PL12는 동일직선상에 형성되고, 폴리실리콘 배선 PL2 및 폴리실리

콘 배선 PL11은 동일직선상에 형성되며, 확산영역 FLP1, FLN1 및 FLQ12가 동일직선상에 거의 동일형상으로 배치

되고, 확산영역 FLP2, FLN2 및 FLQ11이 동일직선상에 거의 동일형상으로 배치된다.

그 결과, PMOS 트랜지스터 P1, NMOS 트랜지스터 N1 및 NMOS 트랜지스터 Q12를 동일직선상에 따라 형성할 수 

있고, PMOS 트랜지스터 P2, NMOS 트랜지스터 N2 및 NMOS 트랜지스터 Q11을 동일직선상에 따라 형성함으로써, 

싱글보드 메모리셀 MS의 셀 높이 HC1을 2트랜지스터 해당만큼 설정할 수 있다. 이때, 본 명세서 중에서, 셀 높이란, 

레이아웃구성상의 비트선 형성방향(도면 중 종방향)의 형성길이를 의미한다.

전술한 P+ 확산영역 FLP1, FLP2는 P형의 불순물을 주입, 확산함으로써 얻을 수 있고, N+ 확산영역 FLN1, FLN2, 

FLQ11, FLQ12는 N형의 불순물을 주입, 확산함으로써 얻을 수 있다. 이때, 도 3의 설명에서, 각 확산영역은 폴리실

리콘 배선에 대하여, 도면 중 위쪽에 있는 영역을 한쪽 영역, 아래쪽에 있는 영역을 다른쪽 영역으로서 설명한다.

P웰영역 PW1에서, N+ 확산영역 FLN1의 한쪽 영역 상의 접지배선 LG1(제1층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH를 

통해 확산영역 FLN1과 전기적으로 접속된다. 폴리실리콘 배선 PL11은 게이트 콘택홀 GC를 통해, 워드선 1WL1(제1

층 알루미늄 배선)에 전기적으로 접속되고, 확산영역 FLQ11의 다른쪽 영역 상의 비트선 1BL1(제1층 알루미늄 배선)

은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FLQ11의 다른쪽 영역과 전기적으로 접속된다.

이때, 확산콘택홀 CH는 확산영역과 제1층(알루미늄) 배선과의 콘택홀을 의미하고, 게이트 콘택홀 GC은 폴리실리콘 

배선과 제1층 배선과의 콘택홀을 의미한다.

N웰영역 NW에서, 확산영역 FLP1의 한쪽 영역 상의 전원배선 LV1(제1층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH를 통해 

확산영역 FLP1의 한쪽 영역과 전기적으로 접속되고, 확산영역 FLP2의 다른쪽 영역 상의 전원배선 LV1은 확산콘택
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홀 CH를 통해 확산영역 FLP2의 다른쪽 영역과 전기적으로 접속된다.

P웰영역 PW0에서, 확산영역 FLQ12의 한쪽 영역 상의 반전비트선 바 1BL1(제1층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH

를 통해 확산영역 FLQ1의 한쪽 영역과 전기적으로 접속되고, 폴리실리콘 배선 PL12 상의 워드선 1WL1은 게이트 콘

택홀 GC를 통해 폴리실리콘 배선 PL12와 전기적으로 접속된다. 확산영역 FLN2의 다른쪽 영역 상의 접지배선 LG1

은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FLN2의 다른쪽 영역과 전기적으로 접속된다.

확산영역 FLN1의 다른쪽 영역 상에서 P+ 확산영역 FLP1의 다른쪽 영역 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미늄

배선인 알루미늄 배선 AL11은, 확산영역 FLN1의 한쪽 영역과 확산콘택홀 CH를 통해 전기적으로 접속된다. 그리고,

P+ 확산영역 FLP1의 다른쪽 영역으로부터 폴리실리콘 배선 PL2에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 알루미늄

배선 AL11이 P+ 확산영역 FLP1의 다른쪽 영역 및 폴리실리콘 배선 PL2와 전기적으로 접속된다.

확산영역 FLN2의 한쪽 영역 상에서 P+ 확산영역 FLP2의 한쪽 영역 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미늄 배

선인 알루미늄 배선 AL12는, 확산영역 FLN2의 한쪽 영역과 확산콘택홀 CH를 통해 전기적으로 접속된다. 그리고, P

+ 확산영역 FLP2의 한쪽 영역으로부터 폴리실리콘 배선 PL1에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택(shared contact) SC에 

의해, 알루미늄 배선 AL12가 P+ 확산영역 FLP2의 한쪽 영역 및 폴리실리콘 배선 PL1과 전기적으로 접속된다.

도 4에 나타내는 바와 같이, 접지배선 LG2(제2층 알루미늄 배선)는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 접지배선 LG1(도

시하지 않음)과 전기적으로 접속된다. 전원배 선 LV2(제2층 알루미늄 배선)는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 전원배

선 LV1(도시하지 않음)과 전기적으로 접속된다.

워드선 2WL1(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 워드선 1WL1(도시하지 않음)과 전기적으로 접속되고, 워

드선 3WL1(제3층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH2를 통해 워드선 2WL1과 전기적으로 접속된다. 이들 워드선 1WL1

∼워드선 3WL1에 의해 도 1 및 도 2의 제1 포트용 워드선 WL1을 구성한다.

워드선 3WL1은 P웰영역 PW0, PW1 및 N웰영역 NW를 횡단하여 형성된다. 이때, 비어홀 VH1은 제1층 배선, 제2층(

알루미늄) 배선 사이의 접속용, 비어홀 VH2는 제2층 배선, 제3층(알루미늄) 배선 사이의 접속용의 비어홀을 의미한

다.

비트선 2BL1(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 비트선 1BL1(도시하지 않음)과 전기적으로 접

속되고, 반전비트선 바 2BL1(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 반전비트선 바 1BL1(도시하지 

않음)과 전기적으로 접속된다.

비트선 2BL1, 비트선 1BL1 및 반전비트선 바 2BL1, 바 1BL1에 의해, 도 1 및 도 2의 제1 포드용 비트선쌍 BL1 및 

바 BL1을 구성한다.

비트선 2BL1, 바 2BL1, 접지배선 LG2 및 전원배선 LV2는, 각각 P웰영역(PW1, PW0) 및 N웰영역(NW) 상을 도면 

중 세로방향으로 서로 병행되어 형성된다.

도 5 및 도 6은 2포트 메모리셀 어레이(12)의 2포트 메모리셀 MD의 레이아웃구성을 나타내는 설명도이다. 도 5는 주

로 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다. 도 6은 제2 알루미늄 배선층 상의 레이아

웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다.

이때, 도 2에서 나타낸 인버터 41은 PMOS 트랜지스터 P1 및 NMOS 트랜지스터 N1에 의해 구성되는 CMOS 인버터

이고, 인버터 42는 PMOS 트래지스터 P2 및 NMOS 트랜지스터 N2로 구성되는 CMOS 인버터이라고 한다.

도 5에 나타내는 바와 같이, PMOS 트랜지스터 P1, P2는 N웰영역 NW 내에 형성되고, NMOS 트랜지스터 N1과 NM

OS 트랜지스터 Q21 및 Q22는 P웰영역 PW1 내에 형성되며, NMOS 트랜지스터 N2와 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q

12는 P웰영역 PW0 내에 형성된다. P웰영역 PW0과 P웰영역 PW1은 N웰영역 NW를 사이에 두고 각각 반대측에 형

성된다.

N웰영역 NW 내에서, P+ 확산영역 FLP1 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL1에 의해 PMOS 트랜지스터 P1을 구성

하고, P+ 확산영역 FLP2 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL2에 의해 PMOS 트랜지스터 P2를 구성한다.

P웰영역 PW0 내에서, N+ 확산영역 FLN1 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL1에 의해 NMOS 트랜지스터 N1을 구

성하고, N+ 확산영역 FLQ11 및 FLQ12를 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL10에 의해 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12

를 구성한다. 이때, 폴리실리콘 배선 PL1은 N웰영역 NW로부터 P웰영역 PW1에 걸쳐 형성됨으로써, NMOS 트랜지

스터 N1 및 PMOS 트랜지스터 P1의 게이트로서 공유되고, 폴리실리콘 배선 PL10은 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12
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의 게이트로서 공유된다.

P웰영역 PW1 내에서, N+ 확산영역 FLN2 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL2에 의해 NMOS 트랜지스터 N2를 구

성하고, N+ 확산영역 FLQ21 및 FLQ22를 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL20에 의해 NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q22

를 각각 구성한다. 이때, 폴리실리콘 배선 PL2는 N웰영역 NW에서 P웰영역 PW0에 걸쳐 형성됨으로써, NMOS 트랜

지스터 N2 및 PMOS 트랜지스터 P2의 게이트로서 공유되고, 폴리실리콘 배선 PL20은 NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q

22의 게이트로서 공유된다.

또한, 폴리실리콘 배선 PL1 및 폴리실리콘 배선 PL20은 동일직선상에 형성되고, 폴리실리콘 배선 PL2 및 폴리실리

콘 배선 PL10은 동일직선상에 형성되며, 확산영역 FLP1, FLN1, FLQ21 및 FLQ22가 동일직선상에 배치되고, 확산

영역 FLP2, FLN2, FLQ11 및 FLQ12가 동일직선상에 배치된다.

그 결과, PMOS 트랜지스터 P1, NMOS 트랜지스터 N1, Q21 및 Q22를 동일직선상에 따라 형성할 수 있고, PMOS 트

랜지스터 P2, NMOS 트랜지스터 N2, Q11 및 Q12를 동일직선상에 따라 형성함으로써, 2포트 메모리셀 MD의 셀 높

이 HC2를 싱글보드 메모리셀 MS와 같이 2트랜지스터 해당만큼 설정할 수 있다(HC2=HC1).

전술한 P+ 확산영역 PLP1, FLP2는 P형의 불순물을 주입, 확산함으로써 얻을 수 있고, N+ 확산영역 FLN1, FLN2, 

FLQ11, FLQ12, FLQ21 및 FLQ22는 N형의 불순물을 주입, 확산함으로써 얻을 수 있다. 이때, 도 5의 설명에서, 각 

확산영역은 폴리실리콘 배선에 대하여, 도면 중 위쪽에 있는 영역을 한쪽 영역, 아래쪽으로 있는 영역을 다른쪽 영역

으로서 설명한다.

P웰영역 PW0에서, N+ 확산영역 FLN1의 한쪽 영역 상의 접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FLN1의

한쪽 영역과 전기적으로 접속된다. 폴리실리콘 배선 PL10은 게이트 콘택홀 GC를 통해, 워드선 1WL1에 전기적으로 

접속되고, 확산 영역 FLQ11의 다른쪽 영역 상의 비트선 1BL21(제1층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH를 통해 확산

영역 FLQ11의 다른쪽 영역과 전기적으로 접속되며, 확산영역 FLQ12의 다른쪽 영역 상의 반전비트선 바 1BL21(제1

층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FLQ12의 다른쪽 영역과 전기적으로 접속된다.

더욱이, N+ 확산영역 FLQ11의 한쪽 영역으로부터 폴리실리콘 배선 PL1에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 

폴리실리콘 배선 PL1과 N+ 확산영역 FLQ12의 한쪽 영역이 전기적으로 접속된다.

N웰영역 NW에서, 확산영역 FLP1의 한쪽 영역 상의 전원배선 LV1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FLP1의 한쪽

영역과 전기적으로 접속되고, 확산영역 FLP2의 다른쪽 영역 상의 전원배선 LV1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 

FLP2의 다른쪽 영역과 전기적으로 접속된다.

P웰영역 PW1에서, 확산영역 FLQ21의 한쪽 영역 상의 비트선 1BL22(제1층 알루미늄 배선)는 확산콘택홀 CH를 통

해 확산영역 FLQ21의 한쪽 영역과 전기적으로 접속되고, 확산영역 FLQ22의 한쪽 영역 상의 반전비트선 바 1BL22(

제1층 알루미늄 배선)는 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FLQ22의 한쪽 영역과 전기적으로 접속된다.

폴리실리콘 배선 PL20 상의 워드선 1WL2(제1층 알루미늄 배선)는 게이트 콘택홀 GC를 통해 폴리실리콘 배선 PL2

0과 전기적으로 접속되고, 확산영역 FLN2의 다른쪽 영역 상의 접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL

N2의 다른쪽 영역과 전기적으로 접속된다.

확산영역 FLN1의 다른쪽 영역 상에서 P+ 확산영역 FLP1의 다른쪽 영역 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미늄

배선인 알루미늄배선 AL11은, 확산영역 FLN1의 한쪽 영역과 확산콘택홀 CH를 통해 전기적으로 접속된다. 그리고, 

P+ 확산영역 FLP1의 다른쪽 영역으로부터 폴리실리콘 배선 PL2에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 알루미늄

배선 AL11이 P+ 확산영역 FLP1의 다른쪽 영역 및 폴리실리콘 배선 PL2와 전기적으로 접속된다.

확산영역 FLN2의 한쪽 영역 상에서 P+ 확산영역 FLP2의 한쪽 영역 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미늄 배

선인 알루미늄 배선 AL12는, 확산영역 FLN2의 한쪽 영역과 확산콘택홀 CH를 통해 전기적으로 접속된다. 그리고, P

+ 확산영역 FLP2의 한쪽 영역으로부터 폴리실리콘 배선 PL1에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 알루미늄 배

선 AL12가 P+ 확산영역 FLP2의 한쪽 영역 및 폴리실리콘 배선 PL1과 전기적으로 접속된다.

도 6에 나타내는 바와 같이, 접지배선 LG2는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 접지배선 LG1(도시하지 않음)과 전기적

으로 접속된다. 전원배선 LV2는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 전원배선 LV1(도시하지 않음)과 전기적으로 접속된다

.

워드선 2WL1은 비어홀 VH1을 통해 워드선 1WL1(도시하지 않음)과 전기적으로 접속되고, 워드선 3WL1은 비어홀 

VH2를 통해 워드선 2WL1과 전기적으로 접속된다. 이들 워드선 1WL1∼워드선 3WL1에 의해 도 1 및 도 2의 제1 포



공개특허 10-2004-0050830

- 10 -

트용 워드선 WL1을 구성한다.

워드선 2WL2(제2층 알루미늄 배선)는 비어홀 VH1을 통해 워드선 1WL2(도시하 지 않음)와 전기적으로 접속되고, 

워드선 3WL2(제3층 알루미늄 배선)는 비어홀 VH2를 통해 워드선 2WL2와 전기적으로 접속된다. 이들 워드선 1WL

2∼워드선 3WL2에 의해 도 1 및 도 2의 제2 포트용 워드선 WL2를 구성한다.

워드선 3WL1 및 3WL2는, P웰영역 PW0, PW1 및 N웰영역 NW를 횡단하여 형성된다.

비트선 2BL21(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 비트선 1BL21(도시하지 않음)과 전기적으로 

접속되고, 반전비트선 바 2BL21(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 반전비트선 바 1BL21(도시

하지 않음)과 전기적으로 접속된다.

비트선 2BL22(제2층 알루미늄 배선)는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 비트선 1BL22(도시하지 않음)와 전기적으로 

접속되고, 반전비트선 바 2BL22(제2층 알루미늄 배선)는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 반전비트선 바 1BL22(도시

하지 않음)와 전기적으로 접속된다.

비트선 2BL21, 비트선 1BL21 및 반전비트선 바 2BL21, 바 1BL21에 의해, 도 1 및 도 2의 제1 포트용 비트선쌍 BL

21 및 바 BL21을 구성하고, 비트선 2BL22, 비트선 1BL22 및 반전비트선 바 2BL22, 바 1BL22에 의해, 도 1 및 도 

2의 제2 포트용 비트선쌍 BL22 및 바 BL22를 구성한다.

비트선 2BL21, 바 2BL21, 비트선 2BL22, 바 2BL22, 접지배선 LG2 및 전원배선 LV2는, 각각 P웰영역 PW1, PW0 

및 N웰영역 NW 상을 도면 중 세로방향으로 서로 병행되어 형성된다.

도 7은 1포트 메모리셀 어레이(11) 및 2포트 메모리셀 어레이(12)의 경계근방에서의 싱글보드 메모리셀 MS 및 2포

트 메모리셀 MD의 레이아웃구성을 나타내는 설명도이다. 이때, 도 7은 주로 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성

을 평면 상에서 본 설명도이다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 싱글보드 메모리셀 MS 및 2포트 메모리셀 MD의 셀 높이를 동일(HC1=HC2)하게 

설정함으로써, 스페이서 등의 불필요한 영역을 설정하지 않고, 싱글보드 메모리셀 MS 및 2포트 메모리셀 MD를 인접

배치할 수 있다. 이때, 도 7에 나타내는 바와 같이, 경계선(39) 상에 있는 워드선 1WL1 및 게이트 콘택홀 GC 및 비어

홀 VH1(도시하지 않음)을 공유시키고 있다.

<실시예 2>

도 8은 본 발명에 실시예 2인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다. 실시예 2의 반도체 기억장치는, 1포트

메모리셀 구성의 메모리 매크로(60)(제1 메모리셀 어레이)와 2포트 메모리셀 구성의 메모리 매크로(70)(제2 메모리

셀 어레이)를 사용하여, 1칩의 반도체 기억장치를 실현하고 있다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 독립하게 설치된 메모리 매크로 60 및 70의 조합함으로써 실현하고 있다. 메모리 

매크로 60은 1포트 메모리셀 어레이(61), 행 디코더(62), 제어회로(63) 및 컬럼셀렉터(64)로 구성된다. 1포트 메모리

셀 어레이 61에는 제1 포트용 워드선 WL1(제1 워드선)이 설치되고, 2포트 메모리셀 어레이 71에는 제1 포트용 워드

선 WL21(제2 워드선) 및 제2 포트용 워드선 WL22(제3 워드 선)가 설치된다.

제어회로 63은 어드레스 입력 버스신호 AD1을 받아, 판독제어 입력신호 RE1 및 기록제어 입력신호 WE1의 타이밍 

제어하에, 행 어드레스를 행 디코더(62)에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 64에 공급한다. 행 디코더 62(제1 행 디코더(그

1))는 행 어드레스에 근거하여 복수의 제1 포트용 워드선 WL1 중 어느 하나를 선택적으로 활성상태로 한다.

컬럼셀렉터 64는 제어회로 63으로부터의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1로부터

4비트 해당만큼 선택하고, 선택한 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1을 통해 1포트 메모리셀 어레이(61)에 대하여 

데이터 입출력 버스신호 DIO11<7:4>의 입출력을 행한다.

한편, 메모리 매크로 70은 2포트 메모리셀 어레이 71, 제1 포트용의 주변회로(행 디코더 72(제1 행 디코더(그 2)), 제

어회로 73 및 컬럼셀렉터 74 및 제2 포트용의 주변회로(행 디코더 75(제2 행 디코더), 제어회로 76 및 컬럼셀렉터 77

로 구성된다.

제어회로 73은 어드레스 입력 버스신호 AD1을 받아, 판독제어 입력신호 RE1 및 기록제어 입력신호 WE1의 타이밍 

제어하에, 행 어드레스를 행 디코더 72에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 74에 공급한다. 행 디코더 72는 행 어드레스에 

근거하여 복수의 제1 포트용 워드선 WL21 중 어느 하나를 선택적으로 활성상태로 한다.
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컬럼셀렉터 74는 제어회로 73으로부터의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제1 포트용 비트선쌍 BL21·바 BL21로

부터 4비트 해당만큼 선택하고, 선택한 제1 포트용 비트선쌍 BL21·바 BL21을 통해 2포트 메모리셀 어레이 71에 

대하여 데이터 입출력 버스신호 DIO11<3:0>의 입출력을 행한다.

제어회로 76은 어드레스 입력 버스신호 AD2를 받아, 판독제어 입력신호 RE2 및 기록제어 입력신호 WE2의 타이밍 

제어하에, 행 어드레스를 행 디코더 75에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 77에 공급한다. 행 디코더 75는 행 어드레스에 

근거하여 복수의 제2 포트용 워드선 WL22 중 어느 하나를 선택적으로 활성상태로 한다.

컬럼셀렉터 77은 제어회로 76으로부터의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제2 포트용 비트선쌍 BL22·바 BL22로

부터 4비트 해당만큼 선택하고, 선택한 제2 포트용 비트선쌍 BL22·바 BL22를 통해 2포트 메모리셀 어레이 71에 

대하여 데이터 입출력 버스신호 DIO2<3:0>의 입출력을 행한다.

또한, 이들 컬럼셀렉터 64, 74 및 77은 센스앰프기능 및 기록구동기능을 가지고 있다.

또한, 실시예 2의 반도체 기억장치의 동작은, 실시예 1의 하나의 행 디코더(16)에 의한 1포트 메모리셀 어레이(11) 및

2포트 메모리셀 어레이(12)의 동시제어가, 2개의 행 디코더 62 및 72에 의한 1포트 메모리셀 어레이 61 및 2포트 메

모리셀 어레이 71의 동시제어에 대체되는 점을 제외하고, 기본적으로 실시예 1의 동작과 동일하게 행해진다.

따라서, 실시예 2의 반도체 기억장치는, 1포트 메모리셀 어레이 61 및 2포트 메모리셀 어레이 71에서 4비트 단위로 

상위 및 하위로 분할하여 유지되어 있는 총계 8비트 데이터의 읽고 쓰기가, 어드레스 입력 버스신호 AD1에 근거하여

제1 포트 로부터 가능하다.

그리고, 2포트 메모리셀 어레이 71에 유지되어 있는 하위 4비트 데이터의 읽고 쓰기가, 어드레스 입력 버스신호 AD2

에 근거하여 제2 포트로부터 가능하다. 이때, 상위 4비트 데이터는 전혀 액세스되지 않는다.

그 결과, 실시예 2의 반도체 기억장치는, 8비트 길이 단위로 액세스되는 데이터를 4비트 단위로 분할하여, 분할한 하

위 4비트 단위의 데이터에 액세스할 수 있어, 하위 4비트는 제1 및 제2 포트로부터 액세스 가능하게 함으로써, 데이

터의 분할액세스의 요구에 따른 읽고 쓰기를 행할 수 있다.

이와 같이, 실시예 2에서는, 메모리 매크로 60 및 메모리 매크로 70을 조합하여, 다른 포트구성의 1포트 메모리셀 어

레이(61) 및 2포트 메모리셀(71) 각각이, 동일한 어드레스 입력 버스신호 AD1에 근거하는 행 디코더 62 및 63에 의

해 동시 제어가 가능하기 때문에, 1포트 메모리셀 어레이(61) 및 2포트 메모리셀 어레이(71)에 대하여 동시에 액세스

가능한 1칩 구성의 반도체 기억장치를 얻을 수 있다.

실시예 2의 반도체 기억장치는, 실시예 1의 반도체 기억장치와 비교한 경우, 1포트 메모리셀 어레이(61) 및 2포트 메

모리셀 어레이(71)의 제1 포트용 워드선 WL1 및 WL21을 행 디코더 62 및 72에 의해 개별적으로 구동하는 만큼, 워

드선의 저항성분에 의한 신호전파지연의 증대를 억제할 수 있는 효과를 나타낸다.

더욱이, 실시예 2의 행 디코더 62 및 72로부터 1포트 메모리셀 어레이(61) 및 2포트 메모리셀 어레이(71)가 각각 가

장 먼 위치인 메모리셀까지의 거리를, 실 시예 1의 행 디코더(16)로부터 가장 먼 위치인 메모리셀까지의 거리보다도 

짧게 할 수 있는 만큼, 워드선의 저항성분에 의한 신호전파지연의 증대를 억제할 수 있는 효과를 나타낸다.

한편, 도 1에서 나타낸 실시예 1의 구성은, 도 8에서 나타낸 구성과 비교하면, 행 디코더 및 제어회로수를 하나 삭감(

도 1에서는 모두 2개, 도 8에서는 모두 3개)할 수 있고, 보다 집적도의 향상이 도모되어 있다

<실시예 3>

도 9는 본 발명의 실시예 3인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

동일 도면에 나타낸 바와 같이, 행 디코더 18(제1 행 디코더)을 사이에 끼우면서 1포트 메모리셀 어레이(11L)(제1 메

모리셀 어레이)와 2포트 메모리셀 어레이(12R)(제2 메모리셀)를 1칩 상에 혼재시켜 메모리 매크로를 구성하고 있다. 

1포트 메모리셀 어레이 11L에는 제1 포트용 워드선 WL1L(제1 워드선)이 설치되고, 2포트 메모리셀 어레이 12R에는

제1 포트용 워드선 WL1R(제2 워드선) 및 제2 포트용 워드선 WL2(제3 워드선)가 설치된다.

행 디코더 18은 동일행이 공통으로 활성상태가 되도록 제1 포트용 워드선 WL1L 및 WL1R을 구동한다. 다른 구성은 

도 1에서 나타낸 실시예 1과 동일하다.
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이와 같이 실시예 3에서는, 1포트 메모리셀 어레이(11L) 및 2포트 메모리셀 어레이(12R)에 설치되는 제1 포트용 워

드선 WL1L 및 WL1R을 활성상태로 하는 제어 를, 1포트 메모리셀 어레이(11L), 2포트 메모리셀 어레이(12R) 사이에

레이아웃배치되는 행 디코더(18)에 의해 행 단위로 공통으로 행하고 있다.

도 10은 도 9의 행 디코더(18)의 내부구성을 나타내는 설명도이다. 동일 도면에 나타내는 바와 같이, 행 디코더 18은 

디코드회로 18a를 갖고, 제어회로 30을 통해 얻을 수 있는 어드레스 입력 버스신호 AD1에 근거하여, 최종단 논리게

이트군 65로부터의 출력선 OL<0>∼OL<n-1> 중 어느 하나를 선택적으로 'H' 레벨로 한다.

출력선 OL<0>∼OL<n-1>은 드라이버 DRL<0>∼DRL<n-1>의 입력부에 접속됨과 동시에, 드라이버 DRR<0>∼DRR
<n-1>의 입력부에 접속된다. 그리고, 드라이버 DRL<0>∼DRL<n-1>은 WL1L<0>∼WL1L<n-1>을 구동하고, 드라
이버 DRR<0>∼DRR<n-1>는 WL1R<0>∼WL1R<n-1>을 구동한다. 따라서, 동일행의 제1 포트용 워드선 WL1L<i> 
및 WL1R<i>는, 공통의 출력선 OL<i>에 의해 공통으로 선택('H' 레벨로)된다.

이러한 구성의 실시예 3의 반도체 기억장치는, 실시예 1의 효과에 부가하여, 이하의 효과를 더 발휘한다.

실시예 3의 반도체 기억장치는, 실시예 1의 반도체 기억장치와 비교한 경우, 1포트 메모리셀 어레이(11L), 2포트 메

모리셀 어레이(12R)의 제1 포트용 워드선 WL1L, WL1R을 개별로 구동하는 만큼, 워드선의 저항성분에 의한 신호전

파지연의 증대를 억제할 수 있는 제1 효과를 나타낸다.

더욱이, 실시예 3의 행 디코더(18)로부터 가장 먼 위치인 메모리셀까지의 거리를, 실시예 1의 행 디코더(16)로부터 

가장 먼 위치인 메모리셀까지의 거리보다도 짧게 할 수 있는 만큼, 워드선의 저항성분에 의한 신호전파지연의 증대를

억제할 수 있는 제2 효과를 나타낸다.

이때, 실시예 3에서는, 1포트 메모리셀 어레이(11L) 및 2포트 메모리셀 어레이(12R)용으로 따로따로 제1 포트용 워

드선 WL1L 및 WL1R을 설치했지만, 실시예 1과 마찬가지로, 1포트 메모리셀 어레이(11L) 및 2포트 메모리셀 어레

이(12R)에서 공용되는 공통워드선으로서, 1개의 제1 포트용 워드선 WL1을 행 단위로 설치하고, 공통의 드라이버에 

의해 드라이브하는 구성에 의해서도, 워드선의 저항성분에 의한 신호전파지연의 증대를 억제할 수 있는 상기 제2 효

과를 나타낼 수 있다.

<실시예 4>

(전체구성)

도 11은 본 발명의 실시예 4인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 1포트 메모리셀 어레이(11)와 연상(CAM : Content Addressable Memory)셀 어레

이(13)(제2 메모리셀 어레이)를 1칩 상에 혼재시켜 메모리 매크로를 구성하고 있다. 즉, 1포트 메모리셀 어레이(11)

에는 제1 포트용 워드선 WL1(제1 워드선(공통워드선))이 설치되고, CAM셀 어레이 13에는 제1 포트용 워드선 WL1(

제2 워드선(공통워드선)) 및 제2 포트로서의 매치선 ML(제3 워드1선)이 설치된다.

행 디코더 16, 제어회로 31, 컬럼셀렉터 21, 22는 도 1에서 나타낸 실시예 1과 동일하므로, 설명을 생략한다.

제어회로 33은 애드(add)비교제어 입력신호 ME의 타이밍 제어하에, 드라이버 회로 26 및 일치검출회로 27의 동작을

제어한다.

드라이버 회로 26은 제어회로 33의 제어하에 데이터 비교 검색시에, m개의 서치선쌍(search line pairs) SL에 해당

하는 데이터 입력신호 DI2<m-1:0>, 즉 1행만큼 기대값 데이터를 CAM셀 13에 입력한다.

일치검출회로 27은 제어회로 33의 제어하에 데이터 비교 검색시에 CAM셀 어레이 13에서의 복수의 매치선 ML의 신

호값에 근거하여, 매치출력 데이터 M0 및 비트출력 데이터 B0을 출력한다.

(메모리셀 구성)

도 12는 1포트 메모리셀 어레이(11) 및 CAM셀(13)의 메모리셀 구조를 나타내는 회로도이다. 이때, 동일 도면에서는

설명의 편의상, 2×2 구조의 메모리셀을 나타내고 있는 것에 지나지 않고, 실제의 메모리셀 어레이의 크기(매트릭스

형의 메모리셀 배치)를 의미하는 것은 아니다.

1포트 메모리셀 어레이(11)는, 도 2에서 나타낸 실시예 1의 구성과 동일하므로, 설명을 생략한다.
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한편, CAM셀 어레이(13)는 메모리셀 mc00, 메모리셀 mc01, 메모리셀 mc10 및 메모리셀 mc11로 구성되어 있다.

메모리셀 mc00∼mc11은 각각, 교차접속된 인버터 41 및 42와, 인버터 41의 입력에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트

랜지스터 Q11과, 인버터 42의 입력에 한쪽 전극 이 접속된 NMOS 트랜지스터 Q12와, NMOS 트랜지스터 Q23∼Q26

으로 구성된다.

인버터 42 및 41의 입력에 게이트전극이 각각 접속된 NMOS 트랜지스터 Q23 및 Q24는, 서로의 한쪽 전극끼리가 접

속점 N23으로 접속되고, 접속점 N23의 게이트전극이 공통으로 접속되는 NMOS 트랜지스터 Q25 및 Q26의 한쪽 전

극은 접지된다.

동일행의 메모리셀 mc00 및 mc01에서, NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이트전극은 공통으로 제1 포트용 워드

선 WL1<0>에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 Q25 및 Q26의 다른쪽 전극이 공통으로 매치선 ML<0>에 접
속된다.

동일행의 메모리셀 mc10 및 mc11에서, NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이트전극은 공통으로 제1 포트용 워드

선 WL1<1>에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 Q25 및 Q26의 다른쪽 전극이 공통으로 매치선 ML<1>에 접
속된다.

동일열의 메모리셀 mc00 및 mc10은 모두 제1 포트용 비트선쌍 BL21<0>·바 BL21<0> 사이에 설치되고, 이들 메
모리셀 mc00 및 mc10에서, NMOS 트랜지스터 Q11의 다른쪽 전극이 제1 포트용 비트선 BL21<0>에 전기적으로 접
속되며, NMOS 트랜지스터 Q12의 다른쪽 전극이 제1 포트용 반전비트선 바 BL21<0>에 전기적으로 접속된다.

더욱이, 메모리셀 mc00 및 mc10은 모두 서치선쌍 SL<0>·바 SL<0> 사이에 설치되고, 이들 메모리셀 mc00 및 mc
10에서, NMOS 트랜지스터 Q23의 다른쪽 전극이 서치선 SL<0>에 전기적으로 접속되며, NMOS 트랜지스터 Q24의 
다른쪽 전극이 반전서치선 바 SL<0>에 전기적으로 접속된다.

동일열의 메모리셀 mc01 및 mc11은 모두 제1 포트용 비트선쌍 BL21<1>·바 BL21<1> 사이에 설치되고, 이들 메
모리셀 mc01 및 mc11에서, NMOS 트랜지스터 Q11의 다른쪽 전극이 제1 포트용 비트선 BL21<1>에 전기적으로 접
속되며, NMOS 트랜지스터 Q12의 다른쪽 전극이 제1 포트용 반전비트선 바 BL21<1>에 전기적으로 접속된다.

더욱이, 메모리셀 mc01 및 mc11은 모두 서치선쌍 SL<1>·바 SL<1> 사이에 설치되고, 이들 메모리셀 mc01 및 mc
11에서, NMOS 트랜지스터 Q23의 다른쪽 전극이 서치선 SL<1>에 전기적으로 접속되며, NMOS 트랜지스터 Q24의 
다른쪽 전극이 반전서치선 바 SL<2>에 전기적으로 접속된다.

매치선 ML<0> 및 ML<1>은 각각 드라이버 55 및 56(통상, 일치검출회로 27(도시하지 않음)에 내장)에 의해 증폭된
다.

(동작)

이하, 도 11 및 도 12를 참조하여, 제2 포트에 의한 데이터의 비교검색동작에 대하여 설명한다. 이때, 제1 포트에 의

한 판독 및 기록동작은, 2포트 메모리셀 어레이(12)가 CAM셀(13)로 대체하는 점을 제외하고 실시예 1과 동일하므로

설명을 생략한다.

이하, 제2 포트에 의한 데이터의 비교검색동작에 대하여 설명한다. 여기서, 설명의 편의상, 1포트 메모리셀 어레이(11

) 및 CAM셀 어레이(13)의 메모리셀 어레이 구성을 n(행)×m(열)=2×2로 한다.

제2 포트의 데이터의 비교검색동작을 실행하는 경우, 모든 매치선 ML<0> 및 ML<1>을 'H'로 프리차지한 후, 비교제
어입력신호 ME를 인에이블한다. 동시에, 외부에서의 기대값 데이터를, 데이터 입력신호 DI2<1:0>로서 드라이버 회
로 26에 제공한다. 따라서, 모든 매치선 ML<0> 및 ML<1>이 선택상태로 된다.

드라이버 회로 26은, 데이터 입력신호 DI2<1:0>에 근거하여, 서치선쌍 SL<0>·바 SL<0> 및 SL<1>·바 SL<1> 각
각을 'H' 또는 'L'로 드라이브한다. 그 결과, CAM셀 어레이 13의 전체 메모리셀 mc00∼mc11에 대하여 상기 기대값 

데이터와 기억데이터와의 비교를 행할 수 있다.

이하, 비교동작의 상세를 설명한다. 서치선쌍 SL<0>·바 SL<0>에 대하여, 기대값 데이터가 '1'(서치선쌍 SL<0>·바
SL<0>에 'H'·'L'이 부여)이 주어진 경우를 생각한다.
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이 경우, 메모리셀 mc00의 기억내용이 '1' (인버터 41의 출력이 'L'(인버터 42의 출력이 'H'))이면, NMOS 트랜지스터

Q23이 오프하고, NMOS 트랜지스터 Q24가 온하기 때문에, 'L'이 접속점 N23에 전파된다. 그 결과, NMOS 트랜지스

터 Q25 및 Q26이 오프상태를 유지하고, 매치선 ML<0>은 'H'를 유지한다(일치).

한편, 메모리셀 mc00의 기억내용이 '0'(인버터 41의 출력이 'H'(인버터 42의 출력이 'L'))이면, NMOS 트랜지스터 Q

23이 온하고, NMOS 트랜지스터 Q24가 오프하기 때문에, 'H'가 접속점 N23에 전파된다. 그 결과, NMOS 트랜지스터

Q25 및 Q26이 온상태가 되어, 매치선 ML<0>은 'L'로 리드(lead)된다(불일치).

동일한 비교동작이 서치선쌍 SL<0>·바 SL<0> 사이에 설치되는 메모리셀 mc10과 매치선 ML<1>과의 사이, 서치선
쌍 SL<1>·바 SL<1> 사이에 설치되는 메모리 셀 mc01 및 mc11과 매치선 ML<0> 및 ML<1>과의 사이에서도 행해
진다.

따라서, 메모리셀 mc00 및 메모리셀 mc01의 쌍방에서의 비교결과가 일치한 경우에 매치선 ML<0>은 'H'가 되고, 한
쪽에서도 비교결과가 불일치한 경우에 매치선 ML<0>은 'L'이 된다.

동일하게 하여, 메모리셀 mc10 및 메모리셀 mc11의 쌍방에서의 비교결과가 일치한 경우에 매치선 ML<1>은 'H'가 
되고, 한쪽에서도 비교결과가 불일치한 경우에 매치선 ML<1>은 'L'이 된다.

그리고, 매치선 ML<0> 및 매치선 ML<1>으로부터 얻어지는 신호는 드라이버 55 및 56에 의해 각각 증폭되고, 도 12
에서는 도시하지 않은 일치검출회로(27)에 의해, 모든 매치선 ML의 신호가 2비트의 매치출력 데이터 M0으로서. 출

력됨과 동시에, 모든 매치선 ML의 신호의 논리곱이 1비트의 비트출력 데이터 B0으로서 출력된다. 즉, 모든 매치선 M

L이 'H'일 (일치함)때, 비트출력 데이터 B0은 'H'가 되고, 그 이외일 때는 비트출력 데이터 B0은 'L'이 된다.

이상 설명한 바와 같이, 제1 포트로부터 1포트 메모리셀 어레이(11) 및 CAM셀(13)에 4비트 단위로 상위 및 하위로 

분할하여 유지되어 있는 총계 8비트 데이터의 읽고 쓰기가 가능하다.

그리고, 제2 포트로부터 CAM셀 어레이(13)에 유지되어 있는 하위 4비트 데이터의 데이터 비교동작이 가능하다. 이

때, 상위 4비트 데이터는 전혀 액세스되지 않는다.

그 결과, 실시예 4의 반도체 기억장치는, 8비트 길이 단위로 액세스되는 데 이터를 4비트 단위로 분할하고, 분할한 하

위 4비트 단위의 데이터에 대하여 액세스할 수 있다.

이와 같이, 실시예 4의 반도체 기억장치는, 행 디코더(16)에 의해 서로 회로구성이 다른 메모리셀을 갖는 1포트 메모

리셀 어레이(11) 및 CAM셀 어레이(13)가 제어가능하기 때문에, 다른 구조의 싱글보드 메모리셀 및 연상 메모리셀에 

대하여 동시에 액세스 가능한 1칩 구성의 반도체 기억장치를 얻을 수 있다.

(레이아웃구성)

도 13은 CAM 메모리셀 MC의 상세를 나타내는 회로도이다. 동일 도면에 나타내는 바와 같이, 인버터 41은 PMOS 트

랜지스터 P1 및 NMOS 트랜지스터 N1에 의한 CMOS 인버터로 구성되고, 인버터 42는 PMOS 트랜지스터 P2 및 N

MOS 트랜지스터 N2에 의해 CMOS 인버터로 구성된다.

다른 구성은, 워드선 WL, 비트선쌍 BL, 바 BL, 매치선 ML, 서치선쌍 SL·바 SL이 일반화된 점을 제외하고, 도 12의

메모리셀 mc00 등으로 설명한 구성과 동일하다.

도 14∼도 16은 CAM 메모리셀 MC의 레이아웃구성을 나타내는 설명도이다. 도 14는 전체 층에서의 레이아웃구성을

평면 상에서 본 설명도이다. 도 15는 주로 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다. 도 

16은 제2 알루미늄 배선층 상의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다. 이때, 도 14는 도면이 용이하게 보이기 

위해 부호의 도시를 일부 생략하고 있다.

도 15에 나타내는 바와 같이, PMOS 트랜지스터 P1, P2는 N웰영역 NW 내에 형성되고, NMOS 트랜지스터 N1과 N

MOS 트랜지스터 Q23∼Q26은 P웰영역 PW1 내에 형성되며, NMOS 트랜지스터 N2와 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q

12는 P웰영역 PW0 내에 형성된다. P웰영역 PW0과 P웰영역 PW1은 N웰영역 NW를 사이에 두고 각각 반대측에 형

성된다.

N웰영역 NW 내에서, P+ 확산영역 FL110, FL101 사이를 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL1에 의해 PMOS 트랜지스터

P1을 구성하고, P+ 확산영역 FL100, FL111 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL2에 의해 PMOS 트랜지스터 P

2를 구성한다.
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P웰영역 PW1 내에서, N+ 확산영역 FL201, 211 사이 상 및 FL202, FL213 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 P

L1에 의해 NMOS 트랜지스터 N1 및 Q23을 구성하고, N+ 확산영역 FL230, 213 사이 상을 각각 횡단하는 폴리실리

콘 배선 PL2에 의해 NMOS 트랜지스터 Q24를 구성한다. 이때, 폴리실리콘 배선 PL1은 N웰영역 NW에서 P웰영역 P

W1에 걸쳐 형성됨으로써, NMOS 트랜지스터 N1, Q23 및 PMOS 트랜지스터 P1의 게이트로서 공유된다.

더욱이, N+ 확산영역 FL203, FL214 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL5의 상변부 PL5a로 NMOS 트랜지스

터 Q25를 구성하고, N+ 확산영역 FL214, FL231 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL5의 하변부 PL5b로 NMO

S 트랜지스터 Q26을 구성한다. 폴리실리콘 배선 PL5는 2변(PL5a, PL5b)이 평행하게 설치되는 횡 U자형으로 형성

되어 있고, NMOS 트랜지스터 Q25/Q26 사이에서 공유된다.

P웰영역 PW0 내에서, N+ 확산영역 FL200, FL210 사이 상을 횡단하는 폴리실 리콘 배선 PL2에 의해 NMOS 트랜

지스터 N2를 구성하고, N+ 확산영역 FL210, FL220사이 상 및 FL212, FL221 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선

PL3에 의해 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12를 각각 구성한다. 이때, 폴리실리콘 배선 PL2는 P웰영역 PW1로부터 N

웰영역 NW 상을 경유하여 P웰영역 PW0에 걸쳐 형성됨으로써, NMOS 트랜지스터 Q24, PMOS 트랜지스터 P2 및 N

MOS 트랜지스터 N2의 게이트로서 공유되고, 폴리실리콘 배선 PL3은 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이트로서

공유된다.

또한, 폴리실리콘 배선 PL1, 폴리실리콘 배선 PL3 및 폴리실리콘 배선 PL5의 상변부 PL5a는 동일직선상에 형성되

고, 폴리실리콘 배선 PL2 및 폴리실리콘 배선 PL5의 하변부 5b는 동일직선상에 형성된다.

그 결과, PMOS 트랜지스터 P1, NMOS 트랜지스터 N1, Q11, Q12, Q23 및 Q25를 동일직선상에 따라 형성할 수 있

고, PMOS 트랜지스터 P2, NMOS 트랜지스터 N2, Q24 및 Q26을 동일직선상에 따라 형성함으로써, CAM 메모리셀 

MC의 셀 높이 CHC를 싱글보드 메모리셀 MS와 마찬가지로 2트랜지스터 해당만큼 설정할 수 있다(CHC=HC1).

P웰영역 PW0에서, N+ 확산영역 FL200 상의 접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL200과 전기적으

로 접속된다. 폴리실리콘 배선 PL3은 게이트 콘택홀 GC를 통해, 워드선 1WL1에 전기적으로 접속되고, 확산영역 FL

220 상의 비트선 1BL21은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL220과 전기적으로 접속되며, 확산영역 FL221 상의 

반전비트선 바 1BL21은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL221과 전기적으로 접속된다.

더욱이, N+ 확산영역 FL212로부터 폴리실리콘 배선 PL1에 걸쳐 형성되는 쉐 어드 콘택 SC에 의해, 폴리실리콘 배

선 PL1과 N+ 확산영역 FL212가 전기적으로 접속된다.

N웰영역 NW에서, 확산영역 FL100 상의 전원배선 LV1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL100과 전기적으로 접

속되고, 확산영역 FL101 상의 전원배선 LV1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL101과 전기적으로 접속된다.

P웰영역 PW1에서, 확산영역 FL230 상의 서치선 1SL(제1층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL2

30과 전기적으로 접속된다. 확산영역 FL202 상의 반전서치선 바 1SL(제1층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH를 통

해 확산영역 FL202와 전기적으로 접속된다.

확산영역 FL213 상에서 폴리실리콘 배선 PL5 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미늄 배선인 알루미늄 배선 AL

105는, 확산콘택홀 CH1을 통해 확산영역 FL213과 전기적으로 접속되고, 게이트 콘택홀 GC를 통해 폴리실리콘 배선

PL5와 전기적으로 접속된다.

확산영역 FL201 상의 접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL201과 전기적으로 접속되고, 확산영역 F

L203 상의 접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL203과 전기적으로 접속되며, 확산영역 FL231 상의 

접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL231과 전기적으로 접속된다.

확산영역 FL214 상의 매치선 1ML(제1층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL214와 전기적으로 

접속된다.

P웰영역 PW0의 확산영역 FL210 상에서 N웰영역 NW의 확산영역 FL111 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미

늄 배선인 알루미늄 배선 AL102는, 확산영역 FL210과 확산콘택홀 CH를 통해 전기적으로 접속된다. 그리고, 확산영

역 FL111로부터 폴리실리콘 배선 PL1에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 알루미늄 배선 AL102가 확산영역 

FL111 및 폴리실리콘 배선 PL1과 전기적으로 접속된다.

P웰영역 PW1의 확산영역 FL211 상에서 N웰영역 NW의 확산영역, FL110 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미

늄 배선인 알루미늄 배선 AL103은, 확산영역 FL211과 확산콘택홀 CH를 통해 전기적으로 접속된다. 그리고, 확산영

역 FL110으로부터 폴리실리콘 배선 PL2에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 알루미늄 배선 AL103이 확산영
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역 FL110 및 폴리실리콘 배선 PL2와 전기적으로 접속된다.

도 16에 나타내는 바와 같이, 접지배선 LG2는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 접지배선 LG1(도시하지 않음)과 전기적

으로 접속된다. 전원배선 LV2는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 전원배선 LV1(도시하지 않음)과 전기적으로 접속된다

.

워드선 2WL1은 비어홀 VH1을 통해 워드선 1WL1(도시하지 않음)과 전기적으로 접속되고, 워드선 3WL1은 비어홀 

VH2를 통해 워드선 2WL1과 전기적으로 접속된다. 이들 워드선 1WL1∼워드선 3WL1에 의해 도 11∼도 13의 제1 

포트용 워드선 WL1을 구성한다.

매치선 2ML은 비어홀 VH1을 통해 매치선 1ML(도시하지 않음)과 전기적으로 접속되고, 워드선 3ML은 비어홀 VH2

를 통해 매치선 2ML과 전기적으로 접속된다. 이들 매치선 1ML∼워드선 3ML에 의해 도 11∼도 13의 제2 포트용 매

치선 ML을 구성한다.

워드선 3WL1 및 매치선 3ML은, P웰영역 PW0, PW1 및 N웰영역 NW를 횡단하여 형성된다.

비트선 2BL21은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 비트선 1BL21(도시하지 않음)과 전기적으로 접속되고, 반전비트선 

바 2BL21은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 반전비트선 바 1BL21(도시하지 않음)과 전기적으로 접속된다.

서치선 2SL(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 서치선 1SL(도시하지 않음)과 전기적으로 접속된

다. 반전 서치선 바 2SL(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 반전서치선 바 1SL과 전기적으로 접

속된다.

비트선 2BL21, 비트선 1BL21 및 반전비트선 바 2BL21, 바 1BL21에 의해, 도 11∼도 13의 제1 포트용 비트선쌍 B

L21 및 바 BL21을 구성하고, 서치선 2SL, 1SL 및 반전서치선 바 2SL, 바 1SL에 의해, 도 11∼도 13의 서치선쌍 SL,

바 SL을 구성한다.

반전서치선 바 2SL과 매치선 2ML과의 사이에 통과배선 2DL(제2층 알루미늄 배선)이 형성되고, 이 통과배선 2DL은

어느 하나의 배선과도 전기적으로 접속하지 않는다. 이때, 이 통과배선 2DL은 반드시 형성할 필요는 없다.

비트선 2BL21, 바 2BL21, 서치선 2SL, 바 2SL, 접지배선 LG2, 전원배선 LV2 및 통과배선 2DL은, 각각 P웰영역 P

W1, PW0 및 N웰영역 NW 상을 도면 중 세로방향으로 서로 병행되어 형성된다.

이와 같이, CAM 메모리셀 MC의 셀 높이를, 싱글보드 메모리셀 MS의 셀 높이와 동일(HC1=CHC)하게 설정함으로써

, 스페이서 등의 불필요한 영역을 설치하지 않 고, 싱글보드 메모리셀 MS 및 CAM 메모리셀 MC을 인접배치할 수 있

다. 이때, 도 7에 나타낸 실시예 1과 마찬가지로, 경계선상에 있는 워드선 1WL1 및 게이트 콘택홀 GC 및 비어홀 VH

1을 공유시킬 수 있다.

(기타)

이때, 행 디코더(16)로 대체하여, 실시예 3과 같이, 행 디코더(18)에 해당하는 행 디코더를 1포트 메모리셀 어레이(11

), CAM셀 어레이(13) 사이에 배치한 경우, 실시예 3과 동일한 효과를 얻을 수 있다.

<실시예 5>

(전체구성)

도 17은 본 발명의 실시예 5인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 2포트 메모리셀 어레이 14(제1 메모리셀 어레이)와 2포트 메모리셀 어레이 12를 1

칩 상에 혼재시켜 메모리 매크로를 구성하고 있다. 즉, 2포트 메모리셀 어레이 14에는 제1 포트용 워드선 WL1(제1 

워드선(공통워드선)) 및 제2 포트용 워드선 WL3이 설치되고, 2포트 메모리셀 어레이 12에는 제1 포트용 워드선 WL

1(제2 워드선(공통워드선)) 및 제2 포트용 워드선 WL2(제3 워드선)가 설치된다.

행 디코더(16, 17), 제어회로(31, 32), 컬럼셀렉터(21∼23)에 대해서는, 도 1에서 나타낸 실시예 1과 동일하므로, 설

명을 생략한다. 단, 컬럼셀렉터 21이 제어하는 제1 포트용 비트선쌍의 명칭을 설명의 편의상, BL11·바 BL11로 변

경하고 있다.
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제어회로 34는 어드레스 입력 버스신호 AD3을 받아, 판독제어 입력신호 RE3 및 기록제어 입력신호 WE3의 타이밍 

제어하에, 행 어드레스를 행 디코더(18)에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 24에 공급한다.

행 디코더 19는 제어회로 34로부터 받는 행 어드레스에 근거하여, 2포트 메모리셀 어레이 14 내의 복수의 제2 포드

용 워드선 WL3을 구동한다.

컬럼셀렉터 24는 제어회로 34로부터의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제2 포트용 비트선쌍 BL12·바 BL12로부

터 4비트 해당만큼 선택하고, 선택한 제2 포트용 비트선쌍 BL12·바 BL13을 통해 2포트 메모리셀 어레이 14에 대

하여 데이터 입출력 버스신호 DIO3<3:0>의 입출력을 행한다.

이때, 컬럼셀렉터 24는 센스앰프(SA)기능 및 기록구동(WD)기능을 가지고 있다.

(메모리셀 구성)

도 18은 2포트 메모리셀 어레이 14 및 2포트 메모리셀 어레이 12의 메모리셀 어레이 구조를 나타내는 회로도이다. 

이때, 동일 도면에서는 설명의 편의상, 2×2 구조의 메모리셀을 나타내고 있는데 지나지 않고, 실제의 메모리셀 어레

이의 크기(매트릭스형의 메모리셀 배치)를 의미하는 것은 아니다. 이때, 2포트 메모리셀 어레 이 12에 대해서는 도 2

에서 나타낸 실시예 1과 동일하므로, 설명을 생략한다.

2포트 메모리셀 어레이 14는 메모리셀 mw00, 메모리셀 mw01, 메모리셀 mw10 및 메모리셀 mw11로 구성되어 있

다.

메모리셀 mw00∼mw11은 각각, 교차접속된 인버터 41 및 42와, 인버터 41의 입력에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트

랜지스터 Q11 및 Q31과, 인버터 42의 입력에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트랜지스터 Q12 및 Q32로 구성된다.

제2 포트용 워드선 WL3<0> 및 WL3<1>은 각각 드라이버 57 및 58(통상, 행 디코더 19(도시하지 않음)에 내장)에 의
해 구동된다.

동일행의 메모리셀 mw00 및 mw01에서, NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이트전극은 공통으로 제1 포트용 워드

선 WL1<0>에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 Q31 및 Q32의 게이트전극은 공통으로 제2 포트용 워드선 W
L3<0>에 전기적으로 접속된다.

동일행의 메모리셀 mw10 및 mw11에서, NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 게이트전극은 공통으로 제1 포트용 워드

선 WL1<1>에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 Q31 및 Q32의 게이트전극은 공통으로 제2 포트용 워드선 W
L3<1>에 전기적으로 접속된다.

동일열의 메모리셀 mw00 및 mw10은 모두 제1 포트용 비트선쌍 BL11<0>·바 BL11<0> 사이에 설치되고, 이들 메
모리셀 mw00 및 mw10에서, NMOS 트랜지스터 Q11의 다른쪽 전극이 제1 포트용 비트선 BL11<0>에 전기적으로 
접속되며, NMOS 트랜지스터 Q12의 다른쪽 전극이 제1 포트용 반전비트선 바 BL11<0>에 전기적으로 접속된 다.

더욱이, 메모리셀 mw00 및 mw10은 모두 제2 포트용 비트선쌍 BL12<0>·바 BL12<0> 사이에 설치되고, 이들 메모
리셀 mw00 및 mw10에서, NMOS 트랜지스터 Q31의 다른쪽 전극이 제2 포트용 비트선 BL12<0>에 전기적으로 접
속되며, NMOS 트랜지스터 Q32의 다른쪽 전극이 제2 포트용 반전비트선 바 BL12<0>에 전기적으로 접속된다.

동일열의 메모리셀 mw01 및 mw11은 모두 제1 포트용 비트선쌍 BL11<1>·바 BL11<1> 사이에 설치되고, 이들 메
모리셀 mw01 및 mw11에서, NMOS 트랜지스터 Q11의 다른쪽 전극이 제1 포트용 비트선 BL11<1>에 전기적으로 
접속되며, NMOS 트랜지스터 Q12의 다른쪽 전극이 제1 포트용 반전비트선 바 BL11<1>에 전기적으로 접속된다.

더욱이, 메모리셀 mw01 및 mw11은 모두 제2 포트용 비트선쌍 BL12<1>·바 BL12<1> 사이에 설치되고, 이들 메모
리셀 mw01 및 mw11에서, NMOS 트랜지스터 Q31의 다른쪽 전극이 제2 포트용 비트선 BL12<1>에 전기적으로 접
속되며, NMOS 트랜지스터 Q32의 다른쪽 전극이 제2 포트용 반전비트선 바 BL12<1>에 전기적으로 접속된다.

(동작)

이때, 2포트 메모리셀 어레이 14에 대한 제2 포트에 의한 판독 및 기록동작은 2포트 메모리셀 어레이 12와 동일하므

로, 설명은 생략한다. 또한, 다른 동작은 실시예 1과 동일하므로, 설명을 생략한다.
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따라서, 실시예 5의 반도체 기억장치는, 행 디코더(16)에 의해 2포트 메모리셀 어레이 14 및 2포트 메모리셀 어레이 

12가 제어가능하기 때문에, 다른 메모리셀 어레이에서의 2포트 메모리셀 각각에 대하여 동시에 액세스 가능한 1칩 

구성의 반도체 기억장치를 얻을 수 있다.

(실시예 2와의 비교)

2포트 메모리셀 구성의 2개의 메모리 매크로를 사용하여, 실시예 2와 등가인 반도체 기억장치를 실현한 경우의 구성

과 비교한 경우, 행 디코더 및 제어회로수를 하나 삭감(도 17에서는 모두 3개, 실시예 2의 응용에서는 모두 4개)할 수

있고, 실시예 2보다 집적도의 향상이 도모되어 있다.

(레이아웃구성)

도 5 및 도 6에서 나타낸 실시예 1의 2포트 메모리셀 어레이(12)의 레이아웃구성과 마찬가지로 2포트 메모리셀 어레

이 14를 레이아웃구성함으로써, 양자의 메모리셀의 셀 높이를 동일하게 함으로써, 스페이서 등의 불필요한 영역을 설

치하지 않고, 2포트 메모리셀 어레이 12와 2포트 메모리셀 어레이 14를 인접배치할 수 있다.

(기타)

이때, 행 디코더 16으로 대체하여, 실시예 3과 같이, 행 디코더 18에 해당하는 행 디코더를 2포트 메모리셀 어레이 1

2, 2포트 메모리셀 어레이 14 사이에 배치한 경우, 실시예 3과 동일한 효과를 얻을 수 있다.

<실시예 6>

(전체구성)

도 19는 본 발명의 실시예 6인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 1포트 메모리셀 어레이 11과 2포트 메모리셀 어레이 36(제2 메모리셀 어레이)을 1

칩 상에 혼재시켜 메모리 매크로를 구성하고 있다. 즉, 1포트 메모리셀 어레이(11)에는 제1 포트용 워드선 WL1(제1 

워드선(공통워드선))이 설치되고, 2포트 메모리셀 어레이 36에는 제1 포트용 워드선 WL1(제2 워드선(공통워드선)) 

및 제2 포트용 워드선 WL2(제3 워드선)가 설치된다.

행 디코더 16, 17, 제어회로 31 및 컬럼셀렉터 21, 22는, 도 1에서 나타낸 실시예 1과 동일하므로, 설명을 생략한다.

제어회로 35는 어드레스 입력 버스신호 AD2를 받아, 판독제어 입력신호 RE2의 타이밍 제어하에, 행 어드레스를 행 

디코더 17에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 37에 공급한다.

컬럼셀렉터 37은 제어회로 35로부터의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제2 포트용 판독비트선쌍 RBL로부터 4비트

해당만큼 선택하고, 선택한 판독비트선쌍 RBL을 통해 2포트 메모리셀 어레이 36에 대하여 데이터 출력신호 DO2<3:
0>의 입출력을 행한다.

이때, 컬럼셀렉터 37은 센스앰프기능 및 드라이브 기능을 가지고 있다.

(메모리셀 구성)

도 20은 2포트 메모리셀 어레이 36의 1단위의 2포트 메모리셀 38의 구성을 나타내는 회로도이다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 인버터 41은 PMOS 트랜지스터 P1 및 NMOS 트랜지스터 N1에 의한 CMOS 인버

터로 구성되고, 인버터 42는 PMOS 트랜지스터 P2 및 NMOS 트랜지스터 N2에 의해 CMOS 인버터로 구성된다.

인버터 41의 입력(인버터 42의 출력)인 노드 Na는 NMOS 트랜지스터 N3을 통해 제1 포트용 비트선쌍 BL21에 접속

되고, 인버터 42의 입력인 노드 Nb는 NMOS 트랜지스터 N4를 통해 제1 포트용 반전비트선 바 BL21에 접속된다. 그

리고, NMOS 트랜지스터 N3 및 N4의 게이트전극이 제1 포트용 워드선 WL1에 접속된다.

NMOS 트랜지스터 N5는 게이트전극이 노드 Na에 접속되고, 소스전극이 접지되며, 드레인전극이 NMOS 트랜지스터

N6을 통해 판독비트선 RBL에 접속된다. 그리고, NMOS 트랜지스터 N6의 게이트전극은 제2 포트용 워드선 WL2에 

접속된다.
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(동작)

이하, 도 19 및 도 20을 참조하여, 제2 포트에 의한 판독동작을 설명한다. 여기서, 설명의 편의상, 2포트 메모리셀 어

레이 36의 메모리셀 구성을 n(행)×m( 열)으로 한다. 이때, 제1 포트에 판독 및 기록동작은 실시예 1과 동일하므로, 

설명을 생략한다.

모든 판독비트선 RBL을 'H'로 프리차지한 후, 판독제어 입력신호 RE2를 인에이블로 한다. 판독제어 입력신호 RE2가

인에이블 상태가 되면, 어드레스 입력 버스신호 AD2에 대응한 행 어드레스를 제어회로 5를 통해 받는 행 디코더 17

은, n비트의 제2 포트용 워드선 WL2<n-1:0> 중 하나의 제2 포트용 워드선 WL2<i>(i=0∼n-1 중 어느 하나)를 선택
적으로 활성상태로 한다.

그렇게 하면, 활성상태로 된 제2 포트용 워드선 WL2<i>에 접속되는 2포트 메모리셀 어레이 36의 선택메모리셀 각각
의 NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q22가 온상태로 되고, 각 선택메모리셀의 기억내용이 대응한 판독비트선 RBL에 전파

된다.

예를 들면, 2포트 메모리셀 38이 '0' 기억(노드 Na가 'H'라 가정)시, NMOS 트랜지스터 N5 및 제2 포트용 워드선 WL

2에 의해 선택된 NMOS 트랜지스터 N6이 모두 온하기 때문에, 판독비트선 RBL은 'L'로 설정된다.

한편 2포트 메모리셀 38이 '1' 기억(노드 Na가 'L'이라 가정)시, NMOS 트랜지스터 N5가 오프하기 때문에, 제2 포트

용 워드선 WL2에 의해 선택된 NMOS 트랜지스터 N6이 온해도, 판독비트선 RBL은 'H'를 유지한다.

이와 같이, 2포트 메모리셀 38의 기억내용이 모든 판독비트선 RBL을 통해 판독된다.

그리고, 어드레스 입력 버스신호 AD2에 대응한 열 어드레스를 제어회로 35를 통해 받는 컬럼셀렉터 37은, m개의 판

독비트선쌍 RBL에서 4개의 판독비트선을 선택 하고, 내부의 센스앰프에 의해 감지·증폭함으로써, 데이터 출력신호 

DO2<3:0>를 4비트의 판독데이터로서 출력한다.

이상 설명한 바와 같이, 제1 포트로부터 1포트 메모리셀 어레이 11 및 2포트 메모리셀 어레이 36에 4비트 단위로 상

위 및 하위로 분할하여 유지되어 있는 총계 8비트 데이터의 읽고 쓰기가 가능하다.

그리고, 제2 포트로부터 2포트 메모리셀 어레이 36에 유지되어 있는 하위 4비트 데이터의 판독이 가능하다. 이때, 상

위 4비트 데이터는 전혀 액세스되지 않는다.

그 결과, 실시예 6의 반도체 기억장치는, 8비트 길이 단위로 액세스되는 데이터를 4비트 단위로 분할하고, 분할한 하

위 4비트 단위의 데이터에 액세스 할 수 있으며, 하위 4비트는 제1 및 제2 포트로부터 액세스 가능함으로써, 데이터의

분할 액세스의 요구에 따른 판독을 행할 수 있다.

이와 같이, 실시예 6의 반도체 기억장치는, 행 디코더(16)에 의해 서로 회로구성이 다른 메모리셀을 갖는 1포트 메모

리셀 어레이(11) 및 2포트 메모리셀(36)이 제어가능하기 위해서(때문에), 다른 구조의 싱글보드 메모리셀 및 2포트 

메모리셀에 대하여 동시에 액세스 가능한 1칩 구성의 반도체 기억장치를 얻을 수 있다.

(실시예 2와의 비교)

실시예 1과 마찬가지로 실시예 2와 같이 1포트 메모리셀 구성의 메모리 매크로와 2포트 메모리셀 구성의 메모리 매

크로를 사용하여, 실시예 6과 등가인 반도체 기억장치를 실현한 경우의 구성과 비교한 경우, 행 디코더 및 제어회로수

를 하나 삭감(도 17에서는 모두 2개, 실시예 2의 구성에서는 모두 3개)할 수 있고, 실시예 2보다 집적도의 향상을 도

모할 수 있다.

(레이아웃구성)

도 21∼도 23은 2포트 메모리셀 어레이 36의 2포트 메모리셀 38의 레이아웃구성을 나타내는 설명도이다. 도 21은 

전체 층에서의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다. 도 22는 주로 제1 알루미늄 배선층 하의 레이아웃구성을 

평면 상에서 본 설명도이다. 도 23은 제2 알루미늄 배선층 상의 레이아웃구성을 평면 상에서 본 설명도이다. 이때, 도

21은 도면이 용이하게 보이기 위해 부호의 도시를 일부 생략하고 있다.

도 22에 나타내는 바와 같이, PMOS 트랜지스터 P1, P2는 N웰영역 NW 내에 형성되고, NMOS 트랜지스터 N1과 N

MOS 트랜지스터 N5 및 N6은 P웰영역 PW1 내에 형성되며, NMOS 트랜지스터 N2와 NMOS 트랜지스터 N3 및 N4

는 P웰영역 PW0 내에 형성된다. P웰영역 PW0과 P웰영역 PW1은 N웰영역 NW를 사이에 둑ㅎ 각각 반대측에 형성
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된다.

N웰영역 NW 내에서, P+ 확산영역 FL110, FL101 사이를 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL1에 의해 PMOS 트랜지스터

P1을 구성하고, P+ 확산영역 FL100, FL111 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL2에 의해 PMOS 트랜지스터 P

2를 구성한다.

P웰영역 PW1 내에서, N+ 확산영역 FL201, 211 사이 상 및 FL213, FL201 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 P

L1에 의해 NMOS 트랜지스터 N1 및 N5를 구성하고, N+ 확산영역 FL230, 213 사이 상을 각각 횡단하는 폴리실리

콘 배선 PL4에 의해 NMOS 트랜지스터 N6을 구성한다. 이때, 폴리실리콘 배선 PL1은 N웰영역 NW에서 P웰영역 P

W1에 걸쳐 형성됨으로써, NMOS 트랜지스터 N1, N5 및 PMOS 트랜지스터 P1의 게이트로서 공유된다.

P웰영역 PW0 내에서, N+ 확산영역 FL200, FL210 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 PL2에 의해 NMOS 트랜지

스터 N2를 구성하고, N+ 확산영역 FL210, FL220사이 상 및 FL212, FL221 사이 상을 횡단하는 폴리실리콘 배선 P

L3에 의해 NMOS 트랜지스터 N3 및 N4를 각각 구성한다. 또, 폴리실리콘 배선 PL2는 N웰영역 NW에서 P웰영역 P

W10에 걸쳐 형성됨으로써, NMOS 트랜지스터 N2 및 PMOS 트랜지스터 P2의 게이트로서 공유되고, 폴리실리콘 배

선 PL3은 NMOS 트랜지스터 N3 및 N4의 게이트로서 공유된다.

또한, 폴리실리콘 배선 PL1 및 폴리실리콘 배선 PL3은 동일직선상에 형성되고, 폴리실리콘 배선 PL2 및 폴리실리콘

배선 PL4는 동일직선상에 형성된다.

그 결과, PMOS 트랜지스터 P1, NMOS 트랜지스터 N1, N3∼N5를 동일직선상에 따라 형성할 수 있고, PMOS 트랜

지스터 P2, NMOS 트랜지스터 N2 및 N6을 동일직선상에 따라 형성함으로써, 2포트 메모리셀 38의 셀 높이 CH3을 

싱글보드 메모리셀 MS와 마찬가지로 2트랜지스터 해당만큼 설정할 수 있다(CH3=HC1).

전술한 P+ 확산영역 FL1···은 P형의 불순물을 주입, 확산함으로써 얻을 수 있고, N+ 확산영역 FL2···은 N

형의 불순물을 주입, 확산함으로써 얻을 수 있 다.

P웰영역 PW0에서, N+ 확산영역 FL200 상의 접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL200과 전기적으

로 접속된다. 폴리실리콘 배선 PL3은 게이트 콘택홀 GC를 통해, 워드선 1WL1에 전기적으로 접속되고, 확산영역 FL

220 상의 비트선 1BL21은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL220과 전기적으로 접속되며, 확산영역 FL221 상의 

반전비트선 바 1BL21은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL221과 전기적으로 접속된다.

더욱이, N+ 확산영역 FL212로부터 폴리실리콘 배선 PL1에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 폴리실리콘 배선

PL1과 N+ 확산영역 FL212가 전기적으로 접속된다.

N웰영역 NW에서, 확산영역 FL100 상의 전원배선 LV1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL100과 전기적으로 접

속되고, 확산영역 FL101 상의 전원배선 LV1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL101과 전기적으로 접속된다.

P웰영역 PW1에서, 확산영역 FL230 상의 판독비트선 1RBL(제1층 알루미늄 배선)은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영

역 FL230과 전기적으로 접속된다.

폴리실리콘 배선 PL4 상의 워드선 1WL2는 게이트 콘택홀 GC을 통해 폴리실리콘 배선 PL4와 전기적으로 접속되고,

확산영역 FL201 상의 접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL201과 전기적으로 접속되며, 확산영역 F

L202 상의 접지배선 LG1은 확산콘택홀 CH를 통해 확산영역 FL202와 전기적으로 접속된다.

P웰영역 PW0의 확산영역 FL210 상에서 N웰영역 NW의 확산영역 FL111 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미

늄 배선인 알루미늄 배선 AL102는, 확산영역 FL210과 확산콘택홀 CH를 통해 전기적으로 접속된다. 그리고, 확산영

역 FL111로부터 폴리실리콘 배선 PL1에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 알루미늄 배선 AL102가 확산영역 

FL111 및 폴리실리콘 배선 PL1과 전기적으로 접속된다.

P웰영역 PW1의 확산영역 FL211 상에서 N웰영역 NW의 확산영역 FL110 상으로 연장되어 형성되는 제1층 알루미

늄 배선인 알루미늄 배선 AL103은, 확산영역 FL211과 확산콘택홀 CH를 통해 전기적으로 접속된다. 그리고, 확산영

역 FL110으로부터 폴리실리콘 배선 PL2에 걸쳐 형성되는 쉐어드 콘택 SC에 의해, 알루미늄 배선 AL103이 확산영

역 FL110 및 폴리실리콘 배선 PL2와 전기적으로 접속된다.

도 23에 나타내는 바와 같이, 접지배선 LG2는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 접지배선 LG1(도시하지 않음)과 전기적

으로 접속된다. 전원배선 LV2는 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 전원배선 LV1(도시하지 않음)과 전기적으로 접속된다

.
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워드선 2WL1은 비어홀 VH1을 통해 워드선 1WL1(도시하지 않음)과 전기적으로 접속되고, 워드선 3WL1은 비어홀 

VH2를 통해 워드선 2WL1과 전기적으로 접속된다. 이들 워드선 1WL1∼워드선 3WL1에 의해 도 19 및 도 20의 제1

포트용 워드선 WL1을 구성한다.

워드선 2WL2는 비어홀 VH1을 통해 워드선 1WL2(도시하지 않음)와 전기적으로 접속되고, 워드선 3WL2는 비어홀 

VH2를 통해 워드선 2WL2와 전기적으로 접속된다. 이들 워드선 1WL2∼워드선 3WL2에 의해 도 19 및 도 20의 제2

포트용 워드선 WL2를 구성한다.

워드선 3WL1 및 3WL2는, P웰영역 PW0, PW1 및 N웰영역(NW)을 횡단하여 형성된다.

비트선 2BL21(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 비트선 1BL21(도시하지 않음)과 전기적으로 

접속되고, 반전비트선 바 2BL21(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 반전비트선 바 1BL21(도시

하지 않음)과 전기적으로 접속된다.

비트선 2RBL(제2층 알루미늄 배선)은 비어홀 VH1을 통해 아래쪽의 비트선 1RBL(도시하지 않음)과 전기적으로 접

속된다.

비트선 2BL21, 비트선 1BL21 및 반전비트선 바 2BL21, 바 1BL21에 의해, 도 19 및 도 20의 제1 포트용 비트선쌍 

BL21 및 바 BL21을 구성하고, 비트선 2RBL 및 비트선 1RBL에 의해, 도 19 및 도 20의 판독비트선 RBL을 구성한

다.

비트선 2BL21, 바 2BL21, 판독비트선 2RBL,접지배선 LG2 및 전원배선 LV2는, 각각 P웰영역 PW1, PW0 및 N웰영

역 NW 상을 도면 중 세로방향으로 서로 병행되어 형성된다.

이와 같이, 2포트 메모리셀 38의 셀 높이를, 싱글보드 메모리셀 MS의 셀 높이와 동일(HC1=CH3)하게 설정함으로써,

스페이서 등의 불필요한 영역을 설치하지 않고, 싱글보드 메모리셀 MS 및 2포트 메모리셀 38을 인접배치할 수 있다.

이때, 도 7에서 나타낸 실시예 1과 같이, 경계선상에 있는 워드선 1WL1 및 게이트 콘택홀 GC 및 비어홀 VH1을 공유

시킬 수 있다.

(기타)

이때, 행 디코더 16으로 대체하여, 실시예 3과 같이, 행 디코더 18에 해당하는 행 디코더를 1포트 메모리셀 어레이 1

1, 2포트 메모리셀 어레이 36 사이에 배치한 경우, 실시예 3과 동일한 효과를 얻을 수 있다.

<실시예 7>

(전체구성)

도 24는 본 발명의 실시예 7인 반도체 기억장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 중앙부에 형성된 실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m(제2 메모리셀 어레이)을 

사이에 두고 양단에 타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15a(제1 메모리셀), 15b(제3 메모리셀 어레이)가 형성되

고, 이들 메모리셀 어레이(15a, 15b, 15m)가 일체적으로 형성된다. 타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15a, 15b

에는, 복수행에 걸쳐 적어도 일렬형의 복수의 더미셀이 배치된다.

제어회로 30A는 어드레스 입력 버스신호 AD1을 받아, 판독제어 입력신호 RE1 및 기록제어 입력신호 WE1의 타이밍

제어하에, 행 어드레스를 행 디코더 20A에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 25A에 공급한다.

제어회로 30B는 어드레스 입력 버스신호 AD2를 받아, 판독제어 입력신호 RE2 및 기록제어 입력신호 WE2의 타이밍

제어하에, 행 어드레스를 행 디코더 20B에 열 어드레스를 컬럼셀렉터 25B에 공급한다.

행 디코더 20A(제1 행 디코더)는 행 어드레스에 근거하여 복수의 제1 포트용 워드선 WL1(제1, 제2 워드선(공통워드

선))을 구동하고, 행 디코더 20B는 행 어드레스에 근거하여 복수의 제2 포트용 워드선 WL2(제3 워드선)를 구동한다.

컬럼셀렉터 25A는 제어회로 30A에서의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1로부터 

소정비트 선택하고, 선택한 제1 포트용 비트선쌍 BL1·바 BL1을 통해 1포트 메모리셀 어레이 11에 대하여 데이터 

입출력 버스신호 DIOA의 입출력을 행한다.
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컬럼셀렉터 25B는 제어회로 30B에서의 열 어드레스에 근거하여, 복수의 제2 포트용 비트선쌍 BL2·바 BL2로부터 

소정비트 선택하고, 선택한 제2 포트용 비트선쌍 BL2·바 BL2를 통해 2포트 메모리셀 어레이 12에 대하여 데이터 

입출력 버스신호 DIOB의 입출력을 행한다.

이때, 이들 컬럼셀렉터 25A, 25B는 SA 기능 및 WD 기능 및 후술하는 더미센스기능을 가지고 있다.

(메모리셀 구성)

도 25는 타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15a, 15b에 형성되는 더미셀 6(6a, 6b)의 구성을 나타내는 회로도이

다.

동일 도면에 나타내는 바와 같이, 인버터 43은 PMOS 트랜지스터 P11 및 NMOS 트랜지스터 N11에 의한 CMOS 인

버터로 구성되고, 인버터 44는 PMOS 트랜지스터 P12 및 NMOS 트랜지스터 N12에 의해 CMOS 인버터로 구성된다.

그리고, 인버터 44의 입력부(PMOS 트랜지스터 P12 및 NMOS 트랜지스터 N12의 게이트)가 전원전압으로 고정된다

.

더미셀(6)은 인버터 43의 입력(노드 Na)에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트랜지스터 N13과, 인버터 44의 입력(노드 N

b)에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트랜지스터 N14로 구성된다.

NMOS 트랜지스터 N13 및 N14의 게이트전극은 공통으로 워드선 WL(WL1, WL2)에 전기적으로 접속되고, NMOS 

트랜지스터 N13의 다른쪽 전극이 더미 DBL에 전기적으로 접속되며, NMOS 트랜지스터 N14의 다른쪽 전극이 반전 

더미비트선 바 DBL에 전기적으로 접속된다.

도 26은 실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m 및 타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15a, 15b의 메모리셀 어

레이 구조를 나타내는 회로도이다. 이때, 동일 도면에서는 설명의 편의상, 실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m에 

2×2 구조의 메모리셀을 나타내고 있는 것에 지나지 않고, 실제의 메모리셀 어레이의 크기(매트릭스형의 메모리셀 배

치)를 의미하는 것은 아니다.

행 디코더 20A는 복수의 제1 포트용 워드선 WL1 중, 한 개의 제1 포트용 워드선 WL1을 선택적으로 'H'로 설정한다.

행 디코더 20B는 복수의 제2 포트용 워드선 WL2 중, 1개의 제2 포트용 워드선 WL2를 선택적으로 'H'로 설정한다.

2포트 메모리셀 5는, 교차접속된 인버터 41 및 42와, 인버터 41의 입력에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트랜지스터 Q1

1 및 Q21과, 인버터 42의 입력에 한쪽 전극이 접속된 NMOS 트랜지스터 Q12 및 Q22로 구성된다.

동일행의 2포트 메모리셀 5에서의 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q1.2의 게이트전극은 공통으로 제1 포트용 워드선 W

L1에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q22의 게이트전극은 공통으로 제2 포트용 워드선 WL2에 전

기적으로 접속된다.

동일열의 2포트 메모리셀 5에서의 NMOS 트랜지스터 Q11 및 Q12의 다른쪽 전극이 공통의 제1 포트용 비트선 BL1,

바 BL1에 각각 전기적으로 접속되며, NMOS 트랜지스터 Q21 및 Q22의 다른쪽 전극이 공통의 제2 포트용 비트선 B

L2, 바 BL2에 각각 전기적으로 접속된다.

타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15a의 더미셀 6a는, NMOS 트랜지스터 N13 및 N14의 게이트전극(제1 더미

포트)은 공통으로 제1 포트용 워드선 WL1에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 N13 및 N14의 다른쪽 전극이

더미비트선 DBL0 및 바 DBL1에 각각 전기적으로 접속된다.

타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15b의 더미셀 6b, NMOS 트랜지스터 N13 및 N14의 게이트전극(제2 더미포

트)은 공통으로 제2 포트용 워드선 WL2에 전기적으로 접속되고, NMOS 트랜지스터 N13 및 N14의 다른쪽 전극이 

더미비트선 DBL1 및 바 DBL1에 각각 전기적으로 접속된다.

이와 같이, 실시예 7의 반도체 기억장치는, 실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m의 양단에 타이밍 조정용 1포트 

메모리셀 15a, 15b를 설치하고 있다.

(타이밍 조정동작)

이와 같은 구성에서의 더미셀(6)에 의한 타이밍 조정동작을 타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15a의 더미셀 6a

에 대하여 설명한다.
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실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m 및 타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15a의 제1 포트의 판독동작 실행

시에, 더미비트선쌍 DBL, 바 DBL을 'H'로 프리차지한 후, 선택된 제1 포트용 워드선 WL1이 'H'로 설정되면, 선택된 

제1 포트용 워드선 WL1에 접속된 더미셀 6a의 더미비트선 DBL0의 전위가 'L'로 인출되어, 반전더미비트선 바 DBL

0의 전위는 프리차지의 'H'를 유지한다.

이때, 'L'레벨로 방출된 더미비트선 DBL의 전위를 컬럼셀렉터 25A 내의 더미셀 기능(전압레벨 검출회로 또는 더미센

스회로)으로 검지한 것을 트리거로서, 실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m용의 SA 기능을 활성화시키는 센스앰

프 활성화신호를 활성상태로 한다. 그 결과, 실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m의 2포트 메모리셀 5에 대하여 

안정한 판독동작을 행할 수 있다.

따라서, 더미셀 6a의 트랜지스터 사이즈를 2포트 메모리셀 5에 적합시켜 최적화해 두는 것에 의해, 원하는 판독타이

밍을 얻을 수 있다.

이때, 더미셀 6b에 대해서도 동일하게 타이밍 조정동작을 행함으로써, 제2 포트의 판독에서도 동일한 효과를 얻을 수

있다.

이와 같이, 더미셀 6a는 제1 포트의 판독타이밍 생성용으로 사용되고, 더미셀 6b는 제2 포트의 판독타이밍 생성용으

로 사용됨으로써, 2포트 메모리셀 5보다 적은 포트구성의 더미셀 6a, 6b를 사용해도 아무런 지장 없이 판독타이밍의 

조정을 행할 수 있다.

이때, 실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m에서의 2포트의 판독 및 판독동작은, 기존의 2포트와 2포트 메모리셀

에 대한 동작과 동일하므로 설명을 생략한다.

(레이아웃구성)

더미셀(6)로서, 실제동작용 2포트 메모리셀 어레이 15m에 설치되는 2포트 메모리셀 5와는 다른 포트구성의 1포트 

메모리셀을 사용하고 있다. 일반적으로, 2포트 메모리셀의 셀 사이즈는, 1포트 메모리셀의 약 2배 정도의 면적인 약 

2배 정도의 면적이 된다. 이것은, 예를 들면, 실시예 1에서 나타낸 1포트 메모리셀 어레이(11)의 메모리셀 구조(도 3, 

도 4, 도 7 참조)의 레이아웃구성과 2포트 메모리셀 어레이(12)의 메모리셀 구조(도 5∼도 7 참조)의 레이아웃구성과

의 비교에서도 분명하다.

그 결과, 실시예 7의 반도체 기억장치는, 실제동작용 2포트 메모리셀영역 15m에 인접하여, 1포트 구성의 더미셀(6)

을 갖는 타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이 15a, 15b를 각각 배치함으로써, 타이밍 조정용 1포트 메모리셀 어레이

15a, 15b의 형성면적의 축소화를 도모해 갖고 장치 전체의 집적도의 향상을 도모할 수 있다는 효과를 나타낸다.

즉, 실시예 7의 반도체 기억장치는, 더미셀의 액세스 가능한 포트수를, 실제동작용 메모리셀인 2포트 메모리셀 5의 

액세스 가능한 포트수보다도 적게 설정함으로써, 형성면적의 축소화에 의해 장치의 집적도의 향상을 도모할 수 있다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에서의 제1 국면에 기재의 반도체 기억장치는, 제1 행 디코더에 의해 제1 및 제2 메모

리셀 어레이가 제어가능하기 때문에, 제1 및 제2 메모리셀에 대하여 동시에 액세스 가능한 1칩 구성의 반도체 기억장

치를 얻을 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
제1 및 제2 메모리셀 어레이를 갖는 반도체 기억장치에 있어서,

상기 제1 메모리셀 어레이는, 복수행에 걸쳐 적어도 일렬배치된 복수의 제1 메모리셀과,

상기 복수의 제1 메모리셀과 행 단위로 접속되는 복수의 제1 워드선을 포함하고,

상기 제2 메모리셀 어레이는,

매트릭스형으로 배치된 복수의 제2 메모리셀과,
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상기 복수의 제2 메모리셀과 행 단위로 접속되는 복수의 제2 워드선과,

상기 복수의 제2 메모리셀과 행 단위로 접속되고, 상기 복수의 제1 메모리셀중 어느 하나와도 접속되지 않은 복수의 

제3 워드선과,

상기 복수의 제2 메모리셀과 열 단위로 대응하여 설치되고, 상기 복수의 제2 워드선 중 선택상태의 제2 워드선에 접

속되는 제2 메모리셀과 액세스 가능하게 되는 복수의 제1 비트선과,

상기 복수의 제2 메모리셀과 열 단위로 대응하여 설치되고, 상기 복수의 제3 워드선 중 선택상태의 제3 워드선에 접

속되는 제2 메모리셀과 액세스 가능하게 되는 복수의 제2 비트선을 포함하며,

상기 반도체 기억장치는,

제1 어드레스신호에 근거하여, 상기 복수의 제1 워드선 중 어느 하나 및 상 기 복수의 제2 워드선 중 어느 하나를 동

시에 선택상태로 하는 제1 행 디코더를 더 구비한 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 복수의 제1 메모리셀은 매트릭스형으로 배치된 복수의 메모리셀을 포함하고,

상기 복수의 제1 및 제2 워드선은 행 단위로 공유되는 복수의 공통워드선을 포함한 것을 특징으로 하는 반도체 기억

장치.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 복수의 제1 메모리셀은 복수의 제1 더미셀을 포함하고, 상기 복수의 제2 메모리셀은 복수의 실제동작용 메모리

셀을 포함하며,

상기 복수의 제1 및 제2 워드선은 행 단위로 공유되는 복수의 공통워드선을 포함하고,

상기 제1 더미셀의 액세스 가능한 포트수는, 상기 실제동작용 메모리셀의 액세스 가능한 포트수보다도 적게 설정된 

것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

도면
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